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(57)【要約】
【課題】  有機ＥＬ発光素子において、実用的な発光持
続時間を確保できる、すなわち発光寿命の向上を図るこ
とができる。
【解決手段】  構成する発光体は、基体５１１の上で、
下電極層５２２、発光材料層５３０、および透明電極層
５２１を順次形成する構成を有し、透明電極層が構造式
「Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ

３－ｙ
」を持つインジウムの酸化

物とスズとの混合物を主成分とする材料で、「ｙ」値が
「０．０６」以上かつ「０．２」以下である。基体５１
１の上で、透明電極層の上に発光材料層および上電極層
が順次形成される構成も同様である。また、透明電極層
５２１に隣接して吸水性の材料を形成すること、基体上
の電極および発光材料層により形成される発光の素子部
分が、ＥＬ素子であり、有機材料を発光材料とし、有機
材料による薄膜が印加電流によって発光する構造を有し
ている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基体上で透明電極の上に、発光材料およ
び上電極が順次層を形成する構成と、基体上で下電極の
上に、発光材料および透明電極が順次層を形成する構成
とのうち何れか一方の構成を有する発光体であって、前
記透明電極が「Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
」という構造

を持つインジウムの酸化物とスズとの混合物を主成分と
する材料からなり、上記「ｙ」が「０．０５」以上かつ
「０．２」以下であることを特徴とする発光体。
【請求項２】  請求項１に記載の発光体おいて、前記透
明電極に隣接して吸水性材料による層を形成することを
特徴とする発光体。
【請求項３】  請求項１または請求項２に記載の発光体
おいて、基体上の電極および前記発光材料の層により形
成される発光の素子部分が、エレクトロ・ルミネッセン
ス素子であることを特徴とする発光体。
【請求項４】  請求項３に記載の発光体おいて、前記エ
レクトロ・ルミネッセンス素子は有機材料を前記発光材
料とし、該有機材料による薄膜が印加電流によって発光
する構造を有することを特徴とする発光体。
【請求項５】  請求項３または請求項４に記載の発光体
おいて、前記透明電極と前記発光材料との層間にホール
注入層が形成されていることを特徴とする発光体。
【請求項６】  請求項３から請求項５までの何れか一つ
に記載の発光体において、前記発光材料と前記電極との
層間に電子輸送層を形成することを特徴とする発光体。
【請求項７】  請求項３から請求項６までの何れか一つ
に記載される発光体を発光素子とし、該発光素子の少な
くとも一つにより構成される発光素子群を相互に独立し
て第１から第３まで三つ有し、該発光素子群が平面的に
並置されると共に、第１の発光素子群が赤領域の波長で
発光し、第２の発光素子群が緑領域の波長で発光し、か
つ第３の発光素子群が青領域の波長で発光することを特
徴とする発光体。
【請求項８】  請求項７に記載の発光体おいて、前記発
光体素子群は、赤領域、緑領域、および青領域それぞれ
の波長を同時に発光する構造を有することを特徴とする
発光体。
【請求項９】  請求項７に記載の発光体おいて、平面的
に並置された複数の独立した発光素子群それぞれが青色
領域の光、赤色領域の光、および緑色領域の光の混合色
で発光することを特徴とする発光体。
【請求項１０】  透明電極、発光材料、および電極それ
ぞれの層からなる請求項３から請求項９までの一つに記
載される発光体を発光素子とし、該発光素子と、該発光
素子に電気的に接続され該発光素子に電流を印加するた
めの電流供給素子とから形成されていることを特徴とす
る発光素子部。
【請求項１１】  請求項１０の記載の発光素子部におい
て、前記電流供給素子に接続され、該電流供給素子が透
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明電極、発光材料、および電極それぞれの層からなる前
記発光素子に電流供給の是非を選択するスイッチング素
子を更に含むことを特徴とする発光素子部。
【請求項１２】  請求項１１に記載の発光素子部におい
て、前記電流供給素子に接続され、該電流供給素子に電
流を供給するための配線と、前記スイッチング素子にオ
ンオフの電圧情報を印加するための配線とを更に含むこ
とを特徴とする発光素子部。
【請求項１３】  請求項１２に記載の複数の発光素子部
を有し、前記電流供給素子に電流を供給するための配線
と、前記スイッチング素子にオンオフの電圧情報を印加
するための配線とをマトリックス状に配置したことを特
徴とする発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、発光体、発光素
子、およびそれを用いた発光表示装置に関し、特に、実
用的な発光持続時間を確保できる発光体、発光素子、お
よびそれを用いた発光表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】一般に、表示装置に用いられる自発光体
としては、フィールドエミッション素子とエレクトロ・
ルミネッセンス素子（ＥＬ素子）とがある。このうち、
ＥＬ素子は、有機材料を発光層とする有機ＥＬ素子と、
無機材料を発光層にする無機ＥＬ素子とに分けられる。
【０００３】有機ＥＬ素子は、アノードと、カソード
と、これらアノードおよびカソードの２種の電極間に挟
まれるものであって有機発光性化合物からなる超薄膜の
有機ＥＬ層と、から構成される。アノードとカソードと
の間に電圧を印加した際には、アノードからは正孔が、
カソードからは電子がそれぞれ有機ＥＬ層に注入されて
再結合する。その際に生ずるエネルギーにより有機ＥＬ
層を構成する有機発光性化合物の分子が励起される。こ
のようにして励起された分子が基底状態に失活する過程
で発光現象が生じる。有機ＥＬ素子はこの発光現象を利
用した発光体である。
【０００４】有機ＥＬ層は、正孔と電子とが再結合して
発光する発光層と呼ばれる有機層と、正孔が注入されや
すく、かつ電子を移動させにくい正孔輸送層と呼ばれる
有機層と、かつ電子が注入されやすく、かつ正孔を移動
させにくい電子輸送層と呼ばれる有機層とのうち、少な
くとも一つを含む単層構造または多層積層構造を有して
いる。
【０００５】近年、有機ＥＬ素子が、盛んに研究され、
実用化されつつある。これは、スズドープ酸化インジウ
ム（ＩＴＯ）などの透明電極（ホール注入電極すなわち
陽極）上にトリフェニルジアミン（ＴＰＤ）などのホー
ル注入材料を蒸着により薄膜とし、さらにアルミキノリ
ノール錯体（Ａｌｑ

３
）などの蛍光物質を発光層として

積層し、さらに銀（Ａｇ）、マグネシウム（Ｍｇ）など
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の仕事関数の小さな金属電極（電子注入電極すなわち陰
極）を形成した基本構成を有する素子である。このよう
な有機ＥＬ素子は、１０Ｖ前後の電圧で数１００から数
１００００ｃｄ／ｍ２ときわめて高い輝度が得られるこ
とで、家電製品、自動車、二輪車、航空機等の電装品
用、ディスプレイ用等として注目されている。
【０００６】このような有機ＥＬ素子は、例えば、発光
層等の有機層が、電子注入電極となる走査（コモンライ
ン）電極と、ホール注入電極（透明電極）となるデータ
（セグメントライン）電極とで挟まれ、かつ透明（ガラ
ス）基板に形成された構造を有する。また、ディスプレ
イとして形成されたものでは、マトリクスディスプレイ
とセグメントディスプレイとに大別される。マトリクス
ディスプレイは、マトリクス状に配置された走査電極と
データ電極とによりドット表示させ、ドットを画素と
し、これらを集合体としてイメージ、キャラクタ等の情
報を表示する。セグメントディスプレイは、予め決めら
れた形状、大きさの表示器として独立に存在しているも
のを表示させる。
【０００７】セグメントタイプのディスプレイの場合、
各表示器それぞれを別個独立に表示させるスタティック
駆動方式も可能であるが、マトリクスディスプレイの場
合、通常、各走査ラインおよびデータラインを時分割駆
動するダイナミックドライブ方式が採用されている。
【０００８】有機ＥＬ素子の発光部を構成する発光体と
しては、基板面発光タイプと膜面発光タイプとに分けら
れる。一方の、基板面発光タイプは、透明基板／透明電
極／発光層／金属電極という構成を用い、発光層におい
て発生した光が透明電極および透明基板を透過して発せ
られる。他方、膜面発光タイプは、基板／金属電極／発
光層／透明電極という構成を用い、発光層において発生
した光が透明電極を透過して基板面とは逆側の膜面側か
ら発せられる。基板面発光タイプの素子については、例
えば、論文集「Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．，５
１，９１３－９１５、１９８７」に発表され、膜面発光
タイプの素子については、例えば、論文集「Ａｐｐｌ．
Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．，６５，２６３６－２６３８，１
９９４」に記載されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】上述した従来の発光体
または発光素子では、これに用いられる有機ＥＬ素子の
発光層の材料である蛍光性の有機固体は、水分、酸素等
に弱い。また、発光層上に直接または正孔注入層もしく
は電子注入層を介して設けられる電極（以下、対向電極
と呼ぶ）は、酸化により特性が劣化し易い。このため、
従来の有機ＥＬ素子を大気中で駆動させ他場合、発光特
性が急激に劣化する。特に、素子の周囲に酸素または水
分があった場合、酸化が促進され有機材料の変質、膜の
剥がれ、ダークスポット（非発光部）の成長などが発生
し、発光しなくなるなどの現象が表れ、結果として寿命
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が短くなるという問題がある。
【００１０】したがって、実用的な有機ＥＬ素子または
有機ＥＬデバイスを得るためには、発光層に水分または
酸素等が侵入しないように、また対向電極が酸化されな
いように、素子構造を工夫する必要がある。
【００１１】上記の問題を解決するために、有機ＥＬ素
子が大気に触れないように封止することが提案されてい
る。例えば、特開平５－１８２７５９号公報では、有機
ＥＬ素子を、耐湿性の光硬化性樹脂層とこの層の上部に
固着された透水性の小さい基板とにより覆うことによ
り、封止することが開示されている。また、特開平５－
４１２８１号公報では、フルオロカーボン油に合成ゼオ
ライト等の脱水剤を含有させた不活性液体中にＥＬ素子
を封止することが開示されている。また、特許第２８０
０８１３号公報では、有機ＥＬ素子にフッ素系高分子保
護層を設け、その外側にキャップ構造を有する封止部を
配設して封止部内を不活性媒体で満たして封止する方法
が開示されている。
【００１２】しかし、上述されるような封止技術を適用
するだけでは、素子周辺に存在する水または酸素を完全
には取り除くことができない。従って、そのために十分
な発光寿命を確保することが困難であった。また、従来
の封止方法を用いると封止部材分だけ表示装置の厚みが
増大するので、可能であれば封止を用いないで発光持続
時間を確保することが望ましい。
【００１３】本発明の課題は、発光体および発光素子と
して、封止を用いた場合には、より長期の発光持続時間
を確保することができ、また封止を用いないでも、実用
に耐える発光持続時間の確保が得られる有機ＥＬ素子を
提供し、かつそれを用いた発光表示装置を提供すること
にある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】本発明による発光体は、
基体上で透明電極の上に、発光材料および上電極が順次
層を形成する基板面発光タイプの構成と、基体上で下電
極の上に、発光材料および透明電極が順次層を形成する
膜面発光タイプの構成とのうち何れか一方の構成を有す
るものであって、前記透明電極が「Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ

３－ｙ
」という構造を持つインジウム（Ｉｎ）の酸化物

とスズ（Ｓｎ）との混合物を主成分とする材料からな
り、上記「ｙ」が「０．０５」以上かつ「０．２」以下
であることを特徴としている。ここで、透明電極に隣接
して吸水性材料による層を形成することが好ましい。
【００１５】上記発光体において、基体上の電極および
発光材料の層により形成される発光の素子部分が、エレ
クトロ・ルミネッセンス素子であることを特徴としてい
る。この発光体において、エレクトロ・ルミネッセンス
素子は、有機材料を発光材料とし、有機材料の薄膜が印
加電流によって発光する構造、上記透明電極と上記発光
材料との層間にホール注入層が形成されている構造、ま
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たは、上記発光材料と上記電極との層間に電子輸送層が
形成されている構造を有する。
【００１６】本発明による発光体が、上記発光体を発光
素子とし、この発光素子の少なくとも一つにより構成さ
れる発光素子群を相互に独立して第１から第３まで三つ
有し、該発光素子群が平面的に並置されると共に、第１
の発光素子群が赤領域の波長で発光し、第２の発光素子
群が緑領域の波長で発光し、かつ第３の発光素子群が青
領域の波長で発光することを特徴としている。この発光
素子群が、赤領域、緑領域、および青領域それぞれの波
長を同時に発光する構造を有していること、または、平
面的に並置された複数の独立した発光素子群それぞれが
青色領域の光、赤色領域の光、および緑色領域の光の混
合色で発光することとなる。
【００１７】本発明による発光素子部は、透明電極、発
光材料、および電極それぞれの層からなる上記発光体を
発光素子とし、この発光素子と、この発光素子に電気的
に接続され該発光素子に電流を印加するための電流供給
素子とから形成されていることを特徴としている。この
発光素子部には、上記電流供給素子に接続され、この電
流供給素子が透明電極、発光層、および電極からなる上
記素子部に電流通電する是非を選択するスイッチング素
子を更に含む構成、または、上記電流供給素子に接続さ
れ、この電流供給素子に電流を供給するための配線と、
上記スイッチング素子にオンオフの電圧情報を印加する
ための配線とを更に含む構成がある。
【００１８】本発明による発光表示装置は、複数の上記
発光素子部を有し、上記電流供給素子に電流を供給する
ための配線と、前記スイッチング素子にオンオフの電圧
情報を印加するための配線とをマトリックス状に配置し
たことを特徴としている。
【００１９】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して説明する。
【００２０】［第１の形態］まず、図１から図８までの
それぞれを参照して、本発明による発光体の層構成につ
いて説明する。これらの各図面は、本発明における実施
の種々の形態を模式的に示す層構成図である。従って、
各図面それぞれに示される各層は、その相互の位置関係
のみを示すものであり、図面におけるサイズの相互関係
またはハッチング模様などは参考に供するものである。
また、「層」をなさない電極の場合でも、部分的には重
なり合う構造を有するので、ここでは、構成要素の名称
として「層」を付加して説明することとする。
【００２１】ここで、図１から図４までに示される発光
体は、基体１１の上面方向に発光する膜面発光タイプで
あり、基体１１上に積層される上面側から下面に対して
視覚方向を有する。
【００２２】図１（ａ）に示された発光体は、基体１１
上に下電極層２２、ホール注入層と電子輸送層とを兼ね
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た発光層３１、および透明電極層２１が順次形成された
構成を有している。この場合は、発光層３１が前述の発
光材料の層に相当する。透明電極２１の層としては、Ｉ
ｎ
２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）とい

う構造を持つインジウムの酸化物とスズとの混合物を主
成分とする材料を用いている。
【００２３】図１（ｂ）は、上記発光層３１と透明電極
層２１との間に、陽極バッファ層４１を挿入した例であ
る。図１（ｃ）は、図１（ａ）の積層構成の上に保護層
４２を設けた構造である。図１（ｄ）は、図１（ｂ）の
積層構成の上に保護層４２を設けた構造である。図１
（ｅ）、図１（ｆ）、図１（ｇ）、および図１（ｈ）
は、上記図１（ａ）、図１（ｂ）、図１（ｃ）、および
図１（ｄ）のそれぞれにおいて、吸湿強化層４３を透明
電極層２１の上面に設けた場合である。従って、図１
（ｇ）および図１（ｈ）では、吸湿強化層４３が透明電
極層２１と保護層４２との間に挿入されている。
【００２４】図２（ａ）は、基体１１上に下電極層２
２、電子輸送層を兼ねた発光層３２、ホール注入層３３
および透明電極層２１が順次形成された構成である。こ
の場合は、上記発光層３２とホール注入層３３との部分
が前述の発光材料層に相当する。その他は上記図１
（ａ）と同一である。
【００２５】図２（ｂ）は、発光層３２と透明電極層２
１との間に、陽極バッファ層４１を挿入した例である。
図２（ｃ）は、図２（ａ）の積層構成の上に保護層４２
を設けた構造である。図２（ｄ）は、図２（ｂ）の積層
構成の上に保護層４２を設けた構造である。図２
（ｅ）、図２（ｆ）、図２（ｇ）、および図２（ｈ）
は、図２（ａ）、図２（ｂ）、図２（ｃ）、および図２
（ｄ）のそれぞれにおいて、吸湿強化層４３を透明電極
層２１の上面に設けた場合である。従って、図２（ｇ）
および図２（ｈ）では、吸湿強化層４３が透明電極層２
１と保護層４２との間に挿入されている。
【００２６】図３（ａ）は、基体１１上に下電極層２
２、電子輸送層３５、ホール注入層を兼ねた発光層３４
および透明電極層２１が順次形成された構成である。こ
の場合は、電子輸送層３５および発光層３４の部分が前
述の発光材料層に相当する。その他は上記図１（ａ）と
同一である。
【００２７】図３（ｂ）は、発光層３４と透明電極層２
１との間に、陽極バッファ層４１を挿入した例である。
図３（ｃ）は、図３（ａ）の積層構成の上に保護層４２
を設けた構造である。図３（ｄ）は、図３（ｂ）の積層
構成の上に保護層４２を設けた構造である。図３
（ｅ）、図３（ｆ）、図３（ｇ）、および図３（ｈ）
は、図３（ａ）、図３（ｂ）、図３（ｃ）、および図３
（ｄ）のそれぞれにおいて、吸湿強化層４３を透明電極
層２１の上面に設けた場合である。従って、図３（ｇ）
および図３（ｈ）では、吸湿強化層４３が透明電極層２
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7
１と保護層４２との間に挿入されている。
【００２８】図４（ａ）は、基体１１上に下電極層２
２、電子輸送層３５、多機能を兼ねない単独の発光層３
６、ホール注入層３３、および透明電極層２１が順次形
成された構成である。この場合は、電子輸送層６、ホー
ル注入層７、および発光層８の部分が前述の発光材料層
に相当する。その他は上記図１（ａ）と同一である。
【００２９】図４（ｂ）は、発光層３６と透明電極層２
１との間に、陽極バッファ層４１を挿入した例である。
図４（ｃ）は、図４（ａ）の積層構成の上に保護層４２
を設けた構造である。図４（ｄ）は、図４（ｂ）の積層
構成の上に保護層４２を設けた構造である。図４
（ｅ）、図４（ｆ）、図４（ｇ）、および図４（ｈ）
は、図４（ａ）、図４（ｂ）、図４（ｃ）、および図４
（ｄ）のそれぞれにおいて、吸湿強化層４３を透明電極
層２１の上面に設けた場合である。従って、図４（ｇ）
および図４（ｈ）では、吸湿強化層４３が透明電極層２
１と保護層４２との間に挿入されている。
【００３０】［第２の形態］次の図５から図８までに示
される発光体は、基体１１の下面方向に発光する基板面
発光タイプであり、例えば透明なガラス基板を基体１１
として、基体１１上に積層される面に対して下面からの
視覚方向を有している。
【００３１】図５（ａ）は、基体１１上に透明電極層２
１、ホール注入層と電子輸送層とを兼ねた発光層３１、
および上電極層２３が順次形成された構成である。この
場合はホール注入層と電子輸送層とを兼ねた発光層３１
の部分が上述した発光材料層に相当する。透明電極層２
１は、上記図１に既に示されているものであり説明を省
略する。
【００３２】図５（ｂ）は、上記発光層３１と透明電極
層２１との間に、陽極バッファ層４１を挿入した例であ
る。図５（ｃ）は、図５（ａ）の積層構成の上に保護層
４２を設けた構造である。図５（ｄ）は、図５（ｂ）の
積層構成の上に保護層４２を設けた構造である。図５
（ｅ）、図５（ｆ）、図５（ｇ）、および図５（ｈ）
は、図５（ａ）、図５（ｂ）、図５（ｃ）、および図５
（ｄ）のそれぞれにおいて、吸湿強化層４３を透明電極
層２１の下面に設けた場合である。従って、図５（ｅ）
から図５（ｈ）まででは、吸湿強化層４３が透明電極層
２１と基体１１との間に挿入されている。
【００３３】図６（ａ）は、基体１１上に透明電極層２
１、ホール注入層３３、電子輸送層を兼ねた発光層３
２、および上電極層２３が順次形成された構成である。
この場合は電子輸送層を兼ねた発光層３２の部分が上述
した発光材料層に相当する。透明電極層２１は、上記図
１に既に示されているものであり説明を省略する。
【００３４】図６（ｂ）は、ホール注入層３３と透明電
極層２１との間に、陽極バッファ層４１を挿入した例で
ある。図６（ｃ）は、図６（ａ）の積層構成の上に保護
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層４２を設けた構造である。図６（ｄ）は、図６（ｂ）
の積層構成の上に保護層４２を設けた構造である。図６
（ｅ）、図６（ｆ）、図６（ｇ）、および図６（ｈ）
は、図６（ａ）、図６（ｂ）、図６（ｃ）、および図６
（ｄ）のそれぞれにおいて、吸湿強化層４３を透明電極
層２１の下面に設けた場合である。従って、図６（ｅ）
から図６（ｈ）まででは、吸湿強化層４３が透明電極層
２１と基体１１との間に挿入されている。
【００３５】図７（ａ）は、基体１１上に透明電極層２
１、ホール注入層を兼ねた発光層３４、電子輸送層３
５、および上電極層２３が順次形成された構成である。
この場合はホール注入層を兼ねた発光層３４の部分が上
述した発光材料層に相当する。透明電極層２１は、上記
図１に既に示されているものであり説明を省略する。
【００３６】図７（ｂ）は、発光層３４と透明電極層２
１との間に、陽極バッファ層４１を挿入した例である。
図７（ｃ）は、図７（ａ）の積層構成の上に保護層４２
を設けた構造である。図７（ｄ）は、図７（ｂ）の積層
構成の上に保護層４２を設けた構造である。図７
（ｅ）、図７（ｆ）、図７（ｇ）、および図７（ｈ）
は、図７（ａ）、図７（ｂ）、図７（ｃ）、および図７
（ｄ）のそれぞれにおいて、吸湿強化層４３を透明電極
層２１の下面に設けた場合である。従って、図７（ｅ）
から図７（ｈ）まででは、吸湿強化層４３が透明電極層
２１と基体１１との間に挿入されている。
【００３７】図８（ａ）は、基体１１上に透明電極層２
１、ホール注入層３３、単独の発光層３６、電子輸送層
３５、および上電極層２３が順次形成された構成であ
る。この場合は発光層２１の部分が発光材料層に相当す
る。透明電極層２１については、上記図１に既に示され
ているものであり説明を省略する。
【００３８】図８（ｂ）は、ホール注入層３３と透明電
極層２１との間に、陽極バッファ層４１を挿入した例で
ある。図８（ｃ）は、図８（ａ）の積層構成の上に保護
層４２を設けた構造である。図８（ｄ）は、図８（ｂ）
の積層構成の上に保護層４２を設けた構造である。図８
（ｅ）、図８（ｆ）、図８（ｇ）、および図８（ｈ）
は、図８（ａ）、図８（ｂ）、図８（ｃ）、および図８
（ｄ）のそれぞれにおいて、吸湿強化層４３を透明電極
層２１の下面に設けた場合である。従って、図８（ｅ）
から図８（ｈ）まででは、吸湿強化層４３が透明電極層
２１と基体１１との間に挿入されている。
【００３９】［第３の形態］次に、図９から図１４まで
のそれぞれを参照して、本発明による発光体の構成につ
いて例を挙げて説明する。これらの各図面は、本発明に
おける実施の種々の形態を透視側面（ａ），（ｃ）およ
び平面（ｂ）により模式的に示す構成説明図である。従
って、各図面それぞれに示される各層およびそのパター
ンは、その相互の位置関係のみを示すものであり、図面
におけるサイズの相互関係は参考として供するものであ
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る。
【００４０】また、上記図１から図４までに説明された
層構成の各要素と同一の目的および材料を有するものに
はその名称およびその番号符号を同一にして、対応させ
ている。更に、同一名称の構成要素は、各図面に対して
番号符号にサフィックス「ａ」～「ｆ」を付してその形
状などの相違を表わすものとする。また、基体１１をそ
の積層面の上方から見た平面図で示される各層の端辺
を、端部と称して第２番目のサフィックス「ｅ」により
示すものとする。
【００４１】また、発光体は後に説明するように基体上
に複数が形成され、基体はその上面に複数の発光体を形
成するベース物体のことであり、基板、または基板上に
膜または素子が形成されるものである。また、上記同
様、電極のように部分的な層構造に対しても、また、膜
状構造であっても、構成要素の名称として「層」を付加
して説明する。
【００４２】ここで、図９から図１４までに示される全
ての発光体１０ａ～１０ｆは、基体１１の上面方向に発
光する膜面発光タイプであり、基体１１上に積層される
上面側から下面に対して視覚方向を有している。
【００４３】まず、図９を参照して本発明による発光体
１０ａについて説明する。
【００４４】図９（ａ），（ｂ）は本発明による発光体
１０ａの素子部を表す透視側面概略図、および平面概略
図である。基体１１上には下電極層２２ａがパターン形
成される。下電極層２２ａの上には発光材料層３０ａが
パターン形成される。発光材料層３０ａは少なくとも電
流の印加により発光する材料層を含む部分であり、単独
の発光層以外に電子輸送層およびホール注入層の何れを
を含んでもよい。発光材料層３０ａのパターンは下電極
層２２ａのパターンより大きく、下電極層２２ａパター
ンのすべての領域を覆っている。すなわち、発光材料層
端部３０ａｅはすべての領域において下電極層端部２２
ａｅパターンの外側に位置する。
【００４５】発光材料層３０ａの上部には透明電極層２
１ａがパターン形成されている。図では、透明電極層２
１ａがパターン化されていないように示してあるが、こ
れはパターンが図に示したような範囲では図示できない
ほど、大きいことを意味する。透明電極層２１ａとして
は、上記図１で説明したように、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ

３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）という構造を持つイン

ジウムの酸化物とスズとの混合物を主成分とする材料を
用いる。
【００４６】この構成では、下電極層２２ａおよび発光
材料層３０ａのすべての領域上に、酸素欠損であること
から、吸湿性のあるＩｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０

５≦ｙ≦０．２）が形成されている。このため、発光材
料層３０ａの近傍に存在する微量の水分をＩｎ

２－ｘ
Ｓ

ｎ
ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）が吸収し、発光
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材料から水分を遠ざけることができる。
【００４７】ここでは、下電極層２２ａパターンのすべ
ての領域が発光材料層３０ａパターンにより覆われた場
合を図示したが、下電極層２２ａパターンの一部が発光
材料層により覆われていない場合でも、本発明の上記課
題は達成できる。また、ここでは、発光材料層３０ａパ
ターンのすべての領域が透明電極層２１ａパターンによ
り覆われた場合を示したが、発光材料層３０ａパターン
の一部が透明電極層により覆われていない場合でも、本
発明の上記目的は達成できる。
【００４８】また、図９（ｃ）で透視側面概略図に示さ
れるように、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ

≦０．２）からなる透明電極層２１ａ上に吸湿強化層４
３ａを設けることもできる。この場合、吸湿強化層４３
ａは透明電極層２１ａが吸収した水分を受け取り、発光
材料から水分をさらに遠ざける働きをする。また、透明
電極層２１ａ上に下電極層２２ａまたは発光材料層３０
ａを大気中の水または酸素から強力に遮断するための保
護層（図示を省略）を、上記図１（ｃ），（ｄ），
（ｇ），（ｈ）に示されるように、透明電極層２１ａま
たは吸湿強化層４３ａの上に設けることもできる。
【００４９】次に、図１０を参照して、本発明による上
述したとは別の発光体１０ｂについて説明する。
【００５０】図１０（ａ），（ｂ）は発光体１０ｂを表
す透視側面概略図、および平面概略図である。基体１１
上には図９と同様に下電極層２２ａがパターン形成され
る。下電極層２２ａパターン上に形成される発光材料層
３０ｂは下電極層２２ａパターンより大きく、下電極層
２２ａパターンのすべての領域を覆っている。しかし、
図９とは相違して、発光材料層３０ｂはパターンが大き
く、その端辺は図に示したような範囲に入らない。ま
た、発光材料層３０ｂ上には透明電極層２１ｂがパター
ン形成されている。透明電極層２１ｂも図９とは相違し
ており、発光材料層３０ｂのパターンより小さいが、下
電極層２２ａパターンより大きく、下電極層２２ａパタ
ーンのすべての領域を覆っている。すなわち、下電極層
端部２２ａｅはすべての領域において、透明電極層端部
２１ｂｅより内側にある。上述したように、透明電極層
としては、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦

０．２）という構造を持つインジウムの酸化物とスズと
の混合物を主成分とする材料を用いる。
【００５１】この構成では、下電極パターン２ａパター
ンおよび発光部パターンのすべての領域上に、酸素欠損
であることから、吸湿性のあるＩｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ

３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）が形成されている。こ

こで発光部とは、発光材料層３０ｂのうち、下電極層２
２ａと透明電極層２１ｂとに挟まれており、下電極層２
２ａと透明電極層２１ｂとの間に電圧を印加することに
より発光が生じる部分である。この場合は、発光材料層
のうち下電極層２２ａに接している部分にほぼ一致す
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る。このため、発光材料層近傍に存在する微量の水分を
Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）が

吸収し、発光材料層から水分を遠ざけることができる。
【００５２】本構造は、発光材料層３０ｂパターンが下
電極層パターンをすべて覆いかつ透明電極層パターンに
覆われるように精密にパターン化する必要が無いため
に、上記図９に示した構造と比較して製造が容易であ
り、製造コストの低減を図ることができる。しかし、発
光材料層３０ｂパターンのうち透明電極層２１ｂパター
ンで覆われていない部分は、透明電極層２１ｂにより吸
湿することができない。この領域は、発光部からは離れ
ており、発光に直接は関係のない領域である。しかし、
この領域が腐食されることが引き金になって発光材料層
３０ｂの剥離等が生じ、発光特性に影響が及ぼされるこ
とがある。従って、本構造を用いるためには、発光材料
層に水または酸素により腐食されにくい材料を用いるこ
とが望ましい。
【００５３】ここでは、下電極層２２ａパターンのすべ
ての領域が発光材料層３０ａパターンにより覆われた場
合を図示したが、下電極層２２ａパターンの一部が発光
材料層により覆われていない場合でも、本発明の上記課
題は達成できる。また、ここでは、透明電極層２１ｂパ
ターンのすべての領域が発光材料層３０ｂ上に形成され
た場合を示したが、透明電極層３０ｂパターンの一部が
発光材料層上に形成されていない場合でも、本発明の上
記課題は達成できる。
【００５４】図１０（ｃ）で透視側面概略図に示したよ
うに、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．

２）からなる透明電極層２１ｂ上に吸湿強化層４３ｂを
設けることもできる。この場合、吸湿強化層は透明電極
層が吸収した水分を受け取り、発光材料層から水分をさ
らに遠ざける働きをする。
【００５５】また、透明電極層２１ｂ上に、下電極層２
２ａまたは発光材料層３０ｂを大気中の水または酸素か
ら強力に遮断するための保護層（図示を省略）を、上記
図１に示されるように、透明電極層２１ａまたは吸湿強
化層４３ａの上に設けることもできる。
【００５６】次に、図１１を参照して、本発明による上
述したとは別の発光体１０ｃについて説明する。
【００５７】図１１（ａ），（ｂ）は発光体１０ｃを表
す透視側面概略図、および平面概略図である。基体１１
上には上記図９と同様に下電極層２２ａが形成される。
下電極層２２ａ上には発光材料層３０ｃがパターン形成
される。ここで図示された例では、上述したものとは相
違して、発光材料層３０ｃのパターンはすべてを下電極
層２２ａのパターン範囲内に形成されている。また、発
光材料層端部３０ｃｅには絶縁層４４ｃがその端部４４
ｃｅを接しており、絶縁層４４ｃパターンは、下電極層
２２ａパターンおよび基体１１の上面を覆っている。ま
た、発光材料層３０ｃパターン上にはそのすべてを覆う

12
ように透明電極層２１ｂパターンが図１０と同様な形状
で形成されている。透明電極層２１ｂとしては、上述同
様、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．

２）という構造を持つインジウムの酸化物とスズとの混
合物を主成分とする材料を用いる。
【００５８】この構成では、下電極層２２ａパターンお
よび発光材料層３０ｃパターンのすべての領域上に、酸
素欠損であることから、吸湿性のあるＩｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ

Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）が形成されている。

このため、発光材料層の近傍に存在する微量の水分をＩ
ｎ
２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）が吸

収し、発光材料層から水分を遠ざけることができる。
【００５９】本構造は、下電極層２２および発光材料層
３０ｃを絶縁層４４ｃで埋め込んだ構造であるため、素
子上部を比較的平坦にすることができる。しかし、絶縁
層４４ｃを用いる必要があるので一工程余分に必要であ
り、その分製造コストは上昇する。
【００６０】ここでは、発光材料層３０ｃパターンのす
べての領域が下電極層２２ａパターン上に形成された場
合を示したが、発光材料層３０ｃパターンの一部が下電
極層２２ａ上に形成されていない場合でも、本発明の上
記課題は達成できる。また、ここでは、発光材料層３０
ｃパターンのすべての領域が透明電極層２１ｂにより覆
われた場合を示したが、発光材料層３０ｃパターンの一
部が透明電極層により覆われていない場合でも、本発明
の上記課題は達成できる。
【００６１】図１１（ｃ）で透視側面概略図に示したよ
うに、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．

２）からなる透明電極層２１ｂ上に吸湿強化層４３ｃを
設けることもできる。この場合、吸湿強化層４３ｃは透
明電極層２１ｂが吸収した水分を受け取り、発光材料層
３０ｃから水分をさらに遠ざける働きをする。
【００６２】透明電極層２１ｂ上に、下電極層２２ａま
たは発光材料層３０ｃを大気中の水または酸素から強力
に遮断するための保護層（図示を省略）を、上記図１に
示されるように、透明電極層２１ｂまたは吸湿強化層４
３ｃの上に設けることもできる。
【００６３】次に、図１２を参照して、本発明による上
述したとは別の発光体１０ｄについて説明する。
【００６４】図１２の発光体１０ｄは、図１１の発光体
１０ｃのバリエーションである。図１２（ａ），
（ｂ），（ｃ）は、上記図１１（ａ），（ｂ），（ｃ）
それぞれに対応している。
【００６５】その相違は、絶縁層４４ｄの端部４４ｄｅ
が発光材料層３０ｃ上に乗り上げている点にある。絶縁
層４４ｄパターンと発光材料層３０ｃパターンとの重な
り部分を設けることにより、製造誤差に伴う下電極層２
２ａと透明電極層２１ｄとの間に発生するリーク電流を
押さえることができる。ただし、絶縁層４４ｄと発光材
料層２１ｄとの重なり部の存在により、発光体１０ｄの
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上面の平坦性は図１１の場合よりも劣化する。
【００６６】次に、図１３を参照して、本発明による上
述したとは別の発光体１０ｅについて説明する。
【００６７】図１３の発光体１０ｅは、図１０の発光体
１０ｂのバリエーションである。図１３（ａ），
（ｂ），（ｃ）は、上記図１０（ａ），（ｂ），（ｃ）
それぞれに対応している。
【００６８】その相違は、発光材料層３０ｂが露出する
部分に絶縁層４４ｅを加えている点である。
【００６９】すなわち、図１０と同様、基体１１上にパ
ターン形成された下電極層２２ａ上には発光材料層３０
ｂパターンがその全領域を覆って形成される。発光材料
層３０ｂパターンの上に透明電極層２１ｂパターンが下
電極層２２ａパターンをすべて覆うように形成されてい
る。
【００７０】しかし、図１３の発光体１０ｅでは、透明
電極層端部２１ｂｅに、絶縁層４４ｅがその端部４４ｅ
ｅを接するように発光材料層３０ｂパターン上に形成さ
れている。この結果、図では明示されていないが、絶縁
層４４ｅは発光材料層３０ｂの上面で、透明電極層２１
ｂパターンにより覆われていない露出部分をすべて覆う
ようになる。上述同様、透明電極層２１ｂとしては、Ｉ
ｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）とい

う構造を持つインジウムの酸化物とスズとの混合物を主
成分とする材料を用いる。
【００７１】この構成では、下電極層２２ａパターンの
すべての領域、および発光材料層３０ｂパターンのうち
絶縁層４４ｅパターンで覆われていないすべての領域上
に、酸素欠損であることから、吸湿性のあるＩｎ

２－ｘ

Ｓｎ
ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）が形成されて

いる。このため、発光材料層３０ｂの近傍に存在する微
量の水分をＩｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦

０．２）が吸収し、発光材料から水分を遠ざけることが
できる。
【００７２】ここでは、下電極層２２ａパターンのすべ
ての領域が発光材料層３０ｂパターンにより覆われた場
合を示したが、下電極層２２ａパターンの一部が発光材
料層により覆われていない場合でも、本発明の上記課題
は達成できる。また、ここでは、透明電極層２１ｂパタ
ーンのすべての領域が発光材料層３０ｂパターン上に形
成された場合を示したが、透明電極層２１ｂパターンの
一部が発光材料層上に形成されていない場合でも、本発
明の上記課題は達成できる。
【００７３】図１３（ｃ）の透視側面概略図を示したよ
うに、吸湿強化層４３ｅを、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ

（０．０５≦ｙ≦０．２）からなる透明電極層２１ｂ上
に設けることもできる。この場合、吸湿強化層４３ｅは
透明電極層２１ｂが吸収した水分を受け取り、発光材料
から水分をさらに遠ざける働きをする。
【００７４】更に、透明電極層２１ｂ上に、下電極層２
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２ａまたは発光材料層３０ｃを大気中の水または酸素か
ら強力に遮断するための保護層（図示を省略）を、上記
図１に示されるように、透明電極層２１ｂまたは吸湿強
化層４３ｃの上に設けることもできる。
【００７５】次に、図１４を参照して、本発明による上
述したとは別の発光体１０ｆについて説明する。
【００７６】図１４の発光体１０ｆは、上記図１３の発
光体１０ｄのバリエーションである。図１４（ａ），
（ｂ），（ｃ）は、上記図１３（ａ），（ｂ），（ｃ）
それぞれに対応している。
【００７７】その相違は、絶縁層４４ｆパターンの端部
４４ｆｅが透明電極層２１ｂパターンの端部上に位置す
るように重ねあわせて形成されている点にある。絶縁層
４４ｆパターンと透明電極層２１ｂパターンとの重なり
部を設けることにより、製造誤差にともない絶縁層端部
４４ｆｅと透明電極層端部２１ｂｅとの間に隙間が発生
するのを防ぐことができ、発光材料層の腐食発生の確率
を低減することができる。しかし、絶縁層と発光材料パ
ターンとの重なり部の存在により、発光体１０ｆの上面
の平坦性は図１３の発光体１０ｅよりも劣化する。
【００７８】上記図９から図１４までを参照して各発光
体を例示したが、その層構成の詳細には、上記図１から
図４までに説明された構成が適用できることはいうまで
もない。
【００７９】［第４の形態］次に、図１５から図１７ま
でのそれぞれを参照して、本発明による発光体を発光素
子として平面状に並置して形成する発光体素子群の構成
について例を挙げて説明する。これらの各図面は、本発
明における実施の種々の形態を透視側面（ａ）および平
面（ｂ）により模式的に示す構成説明図である。従っ
て、各図面それぞれに示される発光体の各層およびその
配置は、その相互の位置関係のみを示すものであり、図
面におけるサイズの相互関係は参考として供するもので
ある。
【００８０】また、上記図１から図４までに説明された
層構成の各要素と同一の目的および材料を有するものに
はその名称およびその番号符号を同一にして、対応させ
ている。更に、同一名称の構成要素は、各図面に対して
番号符号にサフィックス「ｇ」～「ｉ」を付してその形
状などの相違を表わすものとする。また、基体をその積
層面の上方から見た平面図で示される各層の端辺を、端
部と称して第２番目のサフィックス「ｅ」により示すも
のとする。
【００８１】また、基体はその上面に複数の発光体を形
成するベース物体のことであり、基板、または基板上に
膜または素子が形成されるものである。また、上記同
様、電極のように部分的な層構造に対しても、また、膜
状構造であっても、構成要素の名称として「層」を付加
して説明する。
【００８２】ここで、図１３から図１５までに示される
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発光体１０ｇ～１０ｉには、上記図９から図１４までに
示される発光体１０ａ～１０ｆと同様、基体１１の上面
方向に発光する膜面発光タイプで、基体１１上に積層さ
れる上面側から下面に対して視覚方向を有している。
【００８３】まず、図１５を参照して本発明による一つ
の発光素子群について説明する。
【００８４】図１５は、複数の発光素子である発光体１
０ｇを配列した場合の透視側面および平面を示す図であ
る。それぞれの発光体１０ｇにおいては、基体１１上に
下電極層２２ｇがパターン形成され、下電極層２２ｇパ
ターン上には、そのパターンの全領域を覆うように発光
材料層３０ｇパターンが形成されている。更に、発光材
料層３０ｇパターン上には、その全領域を覆うように透
明電極層２１ｇパターンが形成されている。このように
基体１１上で独立して三層をなす発光体１０ｇが発光素
子部分として、図示されるように、縦横に配列されてい
る。
【００８５】次に、図１６を参照して、本発明による上
述したとは別の発光素子群について説明する。
【００８６】図１６の発光素子群は、上記図１５の発光
素子群のバリエーションである。図１６（ａ），（ｂ）
は、上記図１５（ａ），（ｂ）それぞれに対応してい
る。
【００８７】その相違は、上記図１５の発光体１０ｇの
最上部を覆う透明電極層２１ｇパターンが、透明電極層
２１ｈパターンとして発光素子群の全領域にわたって覆
っている点である。従って、発光素子群のパターンで
は、その全領域にわたって基体１１の露出部分がない。
【００８８】発光体１０ｈは、基体１１上に縦横に配置
され形成される独立した下電極層２２ｇパターンそれぞ
れの上に、それぞれの領域を覆うように発光材料層３０
ｇパターンが形成されている部分である。従って、発光
体１０ｈは、ほぼ下電極層２２ｇパターンの領域範囲
で、下電極層２２ｇ、発光材料層３０ｇ、および透明電
極層２１ｈの三層により形成されている。上述したよう
に、透明電極層２１ｈパターンは一つのパターンで複数
の下電極層２２ｇパターンおよび発光材料層３０ｇパタ
ーンを覆っている。
【００８９】また、ここでは透明電極層２１ｈパターン
が、図示されるすべての発光体１０ｈの素子に対して一
つに形成されているが、必ずしもその必要はなく、複数
の発光体１０ｈの素子にまたがっていればよい。透明電
極層２１ｈとしては、上述同様、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ

３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）という構造を持つイン

ジウムの酸化物とスズとの混合物を主成分とする材料を
用いる。
【００９０】次に、図１７を参照して、本発明による上
述したとは別の発光素子群について説明する。
【００９１】図１７の発光素子群は、上記図１６の発光
素子群のバリエーションである。図１７（ａ），（ｂ）
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は、上記図１６（ａ），（ｂ）それぞれに対応してい
る。
【００９２】その相違は、上記図１６の発光体１０ｈを
なす三層のうち、中央部の発光材料層３０ｇが、発光材
料層３０ｉパターンとして発光素子群を形成する全領域
にわたって覆っている点である。従って、発光体１０ｉ
として、基体１１上に縦横に配置され独立して形成され
る層は、下電極層２２ｇのみとなるが、発光体１０ｉ
は、下電極層２２ｇパターンの領域範囲で、下電極層２
２ｇ、発光材料層３０ｉ、および透明電極層２１ｈの三
層により形成されている。上述したように、発光材料層
３０ｉおよび透明電極層２１ｈは一つのパターンで複数
の下電極層２２ｇパターンを覆っている。
【００９３】また、ここでは透明電極層２１ｈおよび発
光材料層３０ｉが、図示されるすべての発光体１０ｉの
素子に対して一つのパターンで形成されているが、必ず
しもその必要はなく、複数の発光体１０ｈの素子にまた
がっていればよい。透明電極層２１ｈとしては、上述し
たように、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦

０．２）という構造を持つインジウムの酸化物とスズと
の混合物を主成分とする材料を用いる。
【００９４】上記図１５から図１７までのそれぞれを参
照して、発光素子群の構成について例示したが、使用さ
れる発光体の構成には、上記第２の形態で説明されたも
のが含まれることはいうまでもない。
【００９５】［第５の形態］次に、図１８から図２５ま
でのそれぞれを参照して、上記第３の形態における発光
体とは別の本発明による発光体の構成について例を挙げ
て説明する。ここで説明する発光体は、図９から図１４
までのそれぞれを参照して説明した上記第３の形態にお
ける発光体と、発光方向または視覚方向が逆の場合であ
る。すなわち、発光体は、基体の下面方向に発光する基
板面発光タイプで、基体を例えばガラス基板として、基
体を通して下面側から基体上に積層される面に対して視
覚方向を有している。
【００９６】上記第３の形態で説明したと同様に、各図
面は、本発明における実施の種々の形態を透視側面
（ａ），（ｃ）および平面（ｂ）により模式的に示す構
成説明図である。従って、各図面それぞれに示される各
層およびそのパターンは、その相互の位置関係のみを示
すものであり、図面におけるサイズの相互関係は参考と
して供するものである。
【００９７】また、上記図５から図８までに説明された
層構成の各要素と同一の目的および材料を有するものに
はその名称およびその番号符号を同一にして、対応させ
ている。更に、同一名称の構成要素は、各図面に対して
番号符号にサフィックス「ｊ」～「ｓ」を付してその形
状などの相違を表わすものとする。また、基体をその積
層面の上方から見た平面図で示される各層の端辺を、端
部と称して第２番目のサフィックス「ｅ」により示すも
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のとする。
【００９８】また、発光体は後に説明するように基体上
に複数が形成され、基体はその上面に複数の発光体を形
成するベース物体のことであり、基板、または基板上に
膜または素子が形成されるものである。また、上記同
様、電極のように部分的な層構造に対しても、また、膜
状構造であっても、構成要素の名称として「層」を付加
して説明する。
【００９９】まず、図１８を参照して上述とは別の本発
明による発光体１０ｊについて説明する。
【０１００】図１８（ａ）、（ｂ）は本発明の発光体１
０ｊを表す透視側面概略図および平面概略図それぞれで
ある。基体１１上には透明電極層２１ｊがパターン形成
される。透明電極層２１ｊ上には発光材料層３０ｊがパ
ターン形成される。発光材料層３０ｊのパターンは透明
電極層２１ｊのパターンよりも小さい。発光材料層３０
ｊパターンの上部には上電極層２３ｊパターンが形成さ
れている。上電極層２３ｊパターンは発光材料層３０ｊ
パターンよりも小さい。透明電極層２１ｊとしては、上
述したように、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦

ｙ≦０．２）という構造を持つインジウムの酸化物とス
ズとの混合物を主成分とする材料を用いる。
【０１０１】この構成では、上電極層２３ｊおよび発光
材料層３０ｊにおけるパターンのすべての領域下に、酸
素欠損であることから、吸湿性のあるＩｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ

Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）が形成されている。

このため、発光材料層３０ｊの近傍に存在する微量の水
分をＩｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．

２）が吸収し、発光材料から遠ざけることができる。
【０１０２】ここでは、発光材料層３０ｊパターンのす
べての領域は透明電極層２１ｊパターン上に形成された
場合を示したが、発光材料層３０ｊパターンの一部が透
明電極層２１ｊ上に形成されていない場合でも、本発明
の上記課題は達成できる。またここでは、上電極層２３
ｊパターンのすべての領域は発光材料層３０ｊパターン
上に形成された場合を示したが、上電極層２３ｊパター
ンの一部が発光材料層３０ｊ上に形成されていない場合
でも、本発明の上記課題は達成できる。
【０１０３】図１８（ｃ）で透視側面概略図を示したよ
うに、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．

２）からなる透明電極層２１ｊの下に吸湿強化層４３ｊ
を設けることもできる。この場合、吸湿強化層４３ｊは
透明電極層２１ｊが吸収した水分を受け取り、発光材料
から水分をさらに遠ざける働きをする。
【０１０４】上電極層２３ｊまたは発光材料層３０ｊを
大気中の水または酸素から強力に遮断するための保護層
（図示を省略）を、上記図５（ｃ），（ｄ），（ｇ），
（ｈ）で示されるように、上記三層全体の上に覆って設
けることもできる。
【０１０５】次に、図１９を参照して、本発明による上
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述したとは別の発光体１０ｋについて説明する。
【０１０６】図１９の発光体１０ｋは、図１８の発光体
１０ｊのバリエーションである。図１９（ａ），
（ｂ），（ｃ）は、上記図１８（ａ），（ｂ），（ｃ）
それぞれに対応している。
【０１０７】その相違は、基体１１上に形成される透明
電極層２１ｋパターンの全ての領域を覆って発光材料層
３０ｋパターンが形成される点である。従って、発光材
料層３０ｋパターンは透明電極層２１ｋパターンよりも
大きい。
【０１０８】発光材料層３０ｋパターンの上部には上電
極層２３ｊがが形成されている。上電極層２３ｊパター
ンは発光材料層３０ｋパターンよりも小さい。透明電極
層２１ｋとしては、上述したと同様、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ

Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）という構造を持つイ

ンジウムの酸化物とスズとの混合物を主成分とする材料
を用いる。
【０１０９】この構成では、上電極層２３ｊおよび発光
材料層３０ｋのうち発光部の下に、酸素欠損であること
から、吸湿性のあるＩｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０

５≦ｙ≦０．２）が形成されている。このため、発光材
料層３０ｋ近傍に存在する微量の水分をＩｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）が吸収し、発光材

料から水分を遠ざけることができる。
【０１１０】この構成は、図１８（ａ）（ｂ）の場合と
比較して、発光材料層３０ｋパターンが大きくできるた
め、発光材料層３０ｋパターンの作成が容易であり、ま
た発光材料層３０ｋパターンの製造法の選択肢も広がる
というメリットがある。しかし、発光材料層３０ｋパタ
ーンに透明電極層２１ｋ上に形成されていない部分が存
在するので、発光材料層３０ｋに耐水分特性がより良好
な材料を用いる必要がある可能性がある。
【０１１１】ここでは、透明電極層２１ｋパターンのす
べての領域は発光材料層３０ｋにより覆われた場合を示
したが、透明電極層２１ｋパターンの一部が発光材料層
３０ｋにより覆われていない場合でも、本発明の上記課
題は達成できる。また、ここでは、上電極層１７ａのす
べての領域は発光材料層３ａ上に形成された場合を示し
たが、上電極層１７ａの一部が発光材料層３ａ上に形成
されていない場合でも、本発明の上記課題は達成でき
る。
【０１１２】図１９（ｃ）で透視側面概略図を示したよ
うに、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．

２）からなる透明電極層２１ｋと基体１１との間に吸湿
強化層４３ｊを設けることもできる。この場合、吸湿強
化層４３ｊは透明電極層２１ｋが吸収した水分を受け取
り、発光材料から水分をさらに遠ざける働きをする。
【０１１３】上電極層２３ｊまたは発光材料層３０ｋを
大気中の水または酸素から強力に遮断するための保護層
（図示を省略）を、発光体１０ｋ全体の上に覆って設け
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ることもできる。
【０１１４】次に、図２０を参照して、本発明による上
述したとは別の発光体１０ｍについて説明する。
【０１１５】図２０の発光体１０ｍは、図１９の発光体
１０ｋのバリエーションである。図２０（ａ），
（ｂ），（ｃ）は、上記図１９（ａ），（ｂ），（ｃ）
それぞれに対応している。
【０１１６】その相違は、基体１１上に形成される透明
電極層２１ｋパターンを覆う発光材料層３０ｋパターン
の全ての領域を更に覆う上電極層２３ｍパターンが形成
される点である。従って、上電極層２３ｍパターンは発
光材料層３０ｋパターンよりも大きい。
【０１１７】透明電極層２１ｋとしては、図１９と同
様、上述したインジウムの酸化物とスズとの混合物を主
成分とする材料を用いる。
【０１１８】この構成では、上電極層２３ｍおよび発光
材料層３０ｋのうち発光部の下に、酸素欠損であること
から、吸湿性のあるＩｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０

５≦ｙ≦０．２）が形成されている。このため、発光材
料層３０ｋ近傍に存在する微量の水分をＩｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ

３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）が吸収し、発光材

料から水分を遠ざけることができる。
【０１１９】この構成は、上記図１８の場合と比較し
て、発光材料層３０ｋパターンおよび上電極層２３ｍパ
ターンが大きくできるため、発光材料層３０ｋパターン
および上電極層２３ｍパターンの作成が容易であり、ま
た発光材料層３０ｋパターンおよび上電極層２３ｍパタ
ーンの製造法の選択肢もひろがるというメリットがあ
る。しかし、発光材料層３０ｋパターンおよび上電極層
２３ｍパターンで、透明電極層２１ｋ上に形成されてい
ない部分が存在するので、発光材料層３０ｋに耐水分特
性がより良好な材料を用いる必要があるという可能性が
ある。
【０１２０】ここでは、透明電極層２１ｋパターンのす
べての領域は発光材料層３０ｋにより覆われた場合を示
したが、透明電極層２１ｋパターンの一部が発光材料層
により覆われていない場合でも、本発明の上記課題は達
成できる。また、ここでは、発光材料層３０ｋパターン
のすべての領域が上電極層２３ｍにより覆われた場合を
示したが、発光材料層３０ｋパターンの一部が上電極層
２３ｍにより覆われていない場合でも、本発明の上記課
題は達成できる。
【０１２１】図２０（ｃ）に透視側面概略図を示したよ
うに、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．

２）からなる透明電極層２１ｋと基体１１との間に吸湿
強化層４３ｊを設けることもできる。この場合、吸湿強
化層４３ｊは透明電極層２１ｋが吸収した水分を受け取
り、発光材料から水分をさらに遠ざける働きをする。
【０１２２】上電極層２３ｍまたは発光材料層３０ｋを
大気中の水または酸素から強力に遮断するための保護層
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（図示を省略）を、発光体１０ｍ全体の上に覆って設け
ることもできる。
【０１２３】次に、図２１を参照して、本発明による上
述したとは別の発光体１０ｎについて説明する。
【０１２４】図２１の発光体１０ｎは、図２０の発光体
１０ｍのバリエーションである。図２１（ａ），
（ｂ），（ｃ）は、上記図２０（ａ），（ｂ），（ｃ）
それぞれに対応している。
【０１２５】その相違は、基体１１上に形成される透明
電極層２１ｋパターンを覆う発光材料層３０ｎパターン
が広い範囲の領域を覆い、発光材料層３０ｎパターンの
上に形成される上電極層２３ｎパターンが透明電極層２
１ｋパターンを覆って形成される点である。従って、上
電極層２３ｎパターンは透明電極層２１ｋパターンより
も大きいが、発光材料層３０ｎパターンより小さい。
【０１２６】透明電極層２１ｋとしては、図１９と同
様、上述したインジウムの酸化物とスズとの混合物を主
成分とする材料を用いる。
【０１２７】この構成では、上電極層２３ｎおよび発光
材料層３０ｎのうち発光部の下に、酸素欠損であること
から、吸湿性のあるＩｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０

５≦ｙ≦０．２）が形成されている。このため、発光材
料層３０ｎの近傍に存在する微量の水分をＩｎ

２－ｘ
Ｓ

ｎ
ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）が吸収し、発光

材料から水分を遠ざけることができる。
【０１２８】この構成は、図１８（ａ），（ｂ）の場合
と比較して、発光材料層３０ｎパターンおよび上電極層
２３ｎパターンが大きくできるため、発光材料層３０ｎ
パターンおよび上電極層２３ｎパターンの作成が容易で
あり、また発光材料層３０ｎパターンおよび上電極層２
３ｎパターンの製造法の選択肢もひろがるというメリッ
トがある。しかし、発光材料層３０ｎパターンおよび上
電極層２３ｎパターンで透明電極層２１ｋ上に形成され
ていない部分が存在するので、発光材料層３０ｎに耐水
分特性がより良好な材料を用いる必要がある可能性があ
る。
【０１２９】図２１（ｃ）で透視側面概略図を示したよ
うに、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．

２）からなる透明電極層２１ｋと基体１１との間に吸湿
強化層４３ｊを設けることもできる。この場合、吸湿強
化層４３ｊは透明電極層２１ｋが吸収した水分を受け取
り、発光材料から水分をさらに遠ざける働きをする。
【０１３０】上電極層２３ｎまたは発光材料層３０ｎを
大気中の水または酸素から強力に遮断するための保護層
（図示を省略）を、発光体１０ｎ全体の上に覆って設け
ることもできる。
【０１３１】次に、図２２を参照して、本発明による上
述したとは別の発光体１０ｐについて説明する。
【０１３２】図２２の発光体１０ｐは、図２１の発光体
１０ｎのバリエーションである。図２２（ａ），
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（ｂ），（ｃ）は、上記図２１（ａ），（ｂ），（ｃ）
それぞれに対応している。
【０１３３】その相違は、基体１１上に形成される透明
電極層２１ｋパターンを覆う発光材料層３０ｎパターン
が、発光材料層３０ｐパターンとして透明電極層２１ｋ
パターンの領域の範囲のみであり、発光材料層３０ｎパ
ターンの残りの部分が絶縁層４４ｐに替えられている点
である。従って、発光材料層３０ｐパターンは透明電極
層２１ｋパターンよりも更に小さい。
【０１３４】透明電極層２１ｋとしては、図１９と同
様、上述したインジウムの酸化物とスズとの混合物を主
成分とする材料を用いる。
【０１３５】この構成では、上電極層２３ｎおよび発光
材料層３０ｐのうち発光部の下に、酸素欠損であること
から、吸湿性のあるＩｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０

５≦ｙ≦０．２）が形成されている。このため、発光材
料層３０ｐの近傍に存在する微量の水分をＩｎ

２－ｘ
Ｓ

ｎ
ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）が吸収し、発光

材料から水分を遠ざけることができる。
【０１３６】本発光体１０ｐは、透明電極層２１ｋパタ
ーンおよび発光材料層パターン３０ｐの周囲を絶縁層４
４ｐにより埋め込んでいるので、発光体１０ｐが図１８
から図２１までの場合と比較して平坦になるというメリ
ットがある。しかし、絶縁層４４ｐによる埋め込みとい
う新しい工程が必要になるため、製造コストは上昇す
る。
【０１３７】ここでは、発光材料層３０ｐパターンのす
べての領域が透明電極層２１ｋ上に形成された場合を示
したが、発光材料層３０ｐパターンの一部が透明電極層
２１ｋ上に形成されていない場合でも、本発明の上記課
題は達成できる。また、ここでは、発光材料層３０ｐパ
ターンのすべての領域は上電極層２３ｎにより覆われた
場合を示したが、発光材料層３０ｐパターンの一部が上
電極層２３ｎにより覆われていない場合でも、本発明の
上記課題は達成できる。
【０１３８】図２２（ｃ）で透視側面概略図を示したよ
うに、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．

２）からなる透明電極層２１ｋと基体１１との間に吸湿
強化層４３ｊを設けることもできる。この場合、吸湿強
化層４３ｊは透明電極層２１ｋが吸収した水分を受け取
り、発光材料から水分をさらに遠ざける働きをする。
【０１３９】上電極層２３ｎまたは発光材料層３０ｐを
大気中の水または酸素から強力に遮断するための保護層
（図示を省略）を、発光体１０ｐ全体の上に覆って設け
ることもできる。
【０１４０】次に、図２３を参照して、本発明による上
述したとは別の発光体１０ｑについて説明する。
【０１４１】図２３の発光体１０ｑは、図２２の発光体
１０ｐのバリエーションである。図２３（ａ），
（ｂ），（ｃ）は、上記図２２（ａ），（ｂ），（ｃ）
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それぞれに対応している。
【０１４２】その相違は、絶縁層４４ｑの端部４４ｑｅ
が発光材料層３０ｐパターン上に乗り上げている点であ
る。このように、絶縁層４４ｑパターンと発光材料層３
０ｐパターンとの重なり部分を設けることにより、製造
誤差に伴う上電極層２３ｑパターンと透明電極層２１ｋ
パターンとの間に発生するリーク電流を押さえることが
できる。但し、絶縁層４４ｑパターンと発光材料層３０
ｐパターンとの重なり部分の存在により、発光体１０ｑ
上面の平坦性は図２２の発光体１０ｐよりも劣化する。
【０１４３】次に、図２４を参照して、本発明による上
述したとは別の発光体１０ｒについて説明する。
【０１４４】図２４の発光体１０ｒは、図２１の発光体
１０ｎのバリエーションである。図２４（ａ），
（ｂ），（ｃ）は、上記図２１（ａ），（ｂ），（ｃ）
それぞれに対応している。
【０１４５】その相違は、上電極層２３ｎパターンの周
囲で発光材料層３０ｎが露出する部分を絶縁層４４ｒで
埋め尽くしている点である。このような構成により図２
１に示された発光体１０ｎの耐水性に対する欠点を補う
ことができる。しかし、絶縁層４４ｑによる埋め込みと
いう新しい工程が必要になるため、製造コストは上昇す
る。
【０１４６】また、上記図２２に示される発光体１０ｐ
と比較した場合、積層上面が、より平坦になるというメ
リットがある。
【０１４７】次に、図２５を参照して、本発明による上
述したとは別の発光体１０ｓについて説明する。
【０１４８】図２５の発光体１０ｓは、図２４の発光体
１０ｒのバリエーションである。図２５（ａ），
（ｂ），（ｃ）は、上記図２４（ａ），（ｂ），（ｃ）
それぞれに対応している。
【０１４９】その相違は、絶縁層４４ｓの端部４４ｓｅ
が上電極層２３ｎの端部２３ｎｅ上に位置するように重
ねあわせて形成されている点にある。絶縁層４４ｓｅと
上電極層２３ｎとの重なり部分を設けることにより、製
造誤差にともない絶縁層端部４４ｓｅと上電極端部４４
ｓｅとの間に隙間が発生するのを防ぐことができ、発光
材料層３０ｎの腐食の確率を低減することができる。し
かし、絶縁層４４ｓと発光材料層３０ｎとの重なり部分
の存在により、発光体１ｏｓ上面の平坦性は図２４の発
光体１０ｒよりも劣化する場合がある。
【０１５０】上記図１８から図２５までのそれぞれを参
照して各発光体を例示したが、その層構成の詳細には上
記図５から図８までに説明された構成が適用できること
はいうまでもない。
【０１５１】［第６の形態］次に、図２６から図２８ま
でのそれぞれを参照して、本発明による発光体を発光素
子として平面状に並置して形成する発光素子群の構成に
ついて例を挙げて説明する。これらの各図面は、本発明
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における実施の種々の形態を透視側面（ａ）および平面
（ｂ）により模式的に示す構成説明図である。従って、
各図面それぞれに示される発光体の各層およびその配置
は、その相互の位置関係のみを示すものであり、図面に
おけるサイズの相互関係は参考として供するものであ
る。
【０１５２】また、上記図５から図８までに説明された
層構成の各要素と同一の目的および材料を有するものに
はその名称およびその番号符号を同一にして、対応させ
ている。更に、同一名称の構成要素は、各図面に対して
番号符号にサフィックス「ｕ」～「ｗ」を付してその形
状などの相違を表わすものとする。また、基体をその積
層面の上方から見た平面図で示される各層の端辺を、端
部と称して第２番目のサフィックス「ｅ」により示すも
のとする。
【０１５３】また、基体はその上面に複数の発光体を形
成するベース物体のことであり、基板、または基板上に
膜または素子が形成されるものである。また、上記同
様、電極のように部分的な層構造に対しても、また、膜
状構造であっても、構成要素の名称として「層」を付加
して説明する。
【０１５４】ここで、図２６から図２８までに示される
発光素子群を構成する発光体１０ｕ～１０ｗには、上記
図１８から図２５までに示される発光体１０ｊ～１０ｓ
と同様、基体１１の下面方向に発光する基板面発光タイ
プであり、基体１１上に積層される上面に対して下面側
からの視覚方向を有している。
【０１５５】まず、図２６は、複数の発光体１０ｕを配
列した場合の発光素子群の透視側面図および平面図であ
る。それぞれの発光体１０ｕにおいては、基体１１上に
透明電極層２１ｕがパターン形成され、透明電極層２１
ｕのパターン上には、発光材料層３０ｕがパターン形成
されている。発光材料層３０ｕのパターン上には、その
全領域を覆うように上電極層２３ｕがパターン形成され
ている。このような素子が縦横に図のように配列されて
いる。
【０１５６】次に、図２７は、複数の発光体１０ｖを配
列した場合の発光素子群の透視側面図および平面図であ
る。図２６に示される発光素子群との相違は、縦横に配
列される全部の発光体１０ｖに対して基体１１上に透明
電極層２１ｖがパターン形成されている点である。従っ
て、透明電極層２１ｖのパターンは複数である発光材料
層３０ｕのパターンの下にある。個々の発光材料層３０
ｕのパターン上には、上電極層２３ｕのパターンが形成
されている。
【０１５７】また、図２７では、透明電極層２１ｖのパ
ターンは、すべての発光材料層３０ｕおよび上電極層２
３ｕの組それぞれのパターンに共通になっているが、必
ずしもその必要はなく、いくつかの発光体素子毎ににま
たがっている構成であればよい。従って、単体の発光体
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１０ｖは発光材料層３０ｕおよび上電極層２３ｕの組と
この複数の組に共通の透明電極層２１ｖにより形成され
ている。
【０１５８】次に、図２８は、複数の発光体１０ｗを配
列した場合の発光素子群の透視側面図および平面図であ
る。図２７に示される発光素子群との相違は、縦横に配
列される全部の発光体１０ｗに対して基体１１上にパタ
ーン形成されている透明電極層２１ｖの上に、発光材料
層３０ｖがパターン形成されている点である。この発光
材料層３０ｖのパターンも、上記透明電極層２１ｖのパ
ターンと同様に、個々の上電極層２３ｕによる複数のパ
ターンの下に共通に形成されている。
【０１５９】また、図２８では、透明電極層２１ｖおよ
び発光材料層３０ｖのパターンは、すべての上電極層２
３ｕそれぞれのパターンに対して共通になっているが、
必ずしもその必要はなく、いくつかの発光体素子毎にに
またがっている構成であればよい。従って、単体の発光
体１０ｗは個々の上電極層２３ｕとこれに共通の発光材
料層３０ｖおよび透明電極層２１ｖにより形成されてい
る。
【０１６０】上記図２６から図２８までの透明電極層２
１ｕ，２１ｖとしては、Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ

３－ｙ
（０．０５≦ｙ≦０．２）という構造を持つイン

ジウムの酸化物とスズとの混合物を主成分とする材料を
用いる。
【０１６１】上記図２６から図２８までのそれぞれを参
照して、発光素子群の構成について例示したが、使用さ
れる発光体の構成には、上記第５の形態で説明されたも
のが含まれることはいうまでもない。
【０１６２】［第７の形態］次に、図２９を参照して、
上記発光素子群を一つの発光体１０ｘとして形成した例
について説明する。これらの各図面は、本発明における
実施の種々の形態を透視側面（ａ）および平面（ｂ）に
より模式的に示す構成説明図である。このような発光体
１０ｘは、上述した発光素子群の積層部分、すなわち一
群の発光体の周囲を、密閉して不活性ガスを充満させる
ことにより、封止して使用することが多い。
【０１６３】具体的には図２９で示されるように、発光
体１０ｘは、上記図２７を参照して説明した複数の発光
体１０ｖを発光素子群としてその積層部分の周囲に封止
部材６０を設け、更に基体１１との間に接着剤６１を設
けて、発光素子群の封止を行っている。封止された空間
内は封止ガス６２が封入されている。従って、一個の封
止部材６０により複数の発光体１０ｖの集合体である発
光素子群が封止されていることになる。
【０１６４】ここでは、一つの例のみ図示して説明した
が、発光素子群の封止構造は、上述した発光体または発
光素子の全ての集合体に対して適用可能である。
【０１６５】［第８の形態］次に、図３０を参照して、
上記発光体の発光に必要な素子を含む発光素子部の構成
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について具体的に説明する。図３０は、本発明における
発光素子部５０に関連する側面（ａ）および発光体１０
を平面状に並置して形成する平面（ｂ）を模式的に示す
構成説明図である。従って、図示される発光素子部５０
およびその構成素子の配置は、その相互の位置関係のみ
を示すものであり、図面におけるサイズの相互関係は参
考として供するものである。
【０１６６】図３０において、発光素子部５０は、発光
体である発光素子１１０、電流供給素子１１１、および
スイッチング素子１１２により構成されている。そし
て、発光素子１１０は電流供給素子１１１に接続され、
電流供給素子１１１はスイッチング素子１１２に接続さ
れている。
【０１６７】このような構成の発光素子部５０は、図３
０（ｂ）における発光素子群の平面図に示されるよう
に、複数個並べて配置される。
【０１６８】ここで示される発光素子１１０は上述した
発光体１０ａ～１０ｗの中の何れでもよい。
【０１６９】［第９の形態］次に、図３１から図３３ま
でを参照して縦横に配列される複数の発光素子部５０に
対する配線の形態について例を挙げて説明する。図３１
から図３３までのそれぞれは、配線と発光素子部５０と
の平面的位置関係を示す平面図である。すなわち、発光
素子部５０に対する第一スイッチング配線５１、第二ス
イッチング配線５２グランド配線５３電流供給配線５
４、および共通配線５５それぞれの配置関係である。発
光素子部５０は、図３０（ａ）を参照して説明したよう
に、発光素子が電流供給素子に接続されており、この電
流供給素子はスイッチング素子に接続されている。この
回路構成および構造については、後に図面を参照して説
明するので、ここでは説明を省略する。また、配線は横
方向と縦方向とがあり、縦方向の配線と横方向の配線と
の間に、発光素子部５０が配置されているものとする。
【０１７０】まず、図３１の場合は、一方では、図面に
向かって、横方向に並置される第一スイッチング配線５
１とグランド配線５３とが一組となり、複数の行をなす
複数の発光素子部５０に沿って配置されている。他方、
図面に向かって、縦方向には第二スイッチング配線５２
が列をなす複数の発光素子部５０を挟んで配置されてい
る。
【０１７１】ここでは、グランド配線２２は横方向に配
置されているが、縦方向に配置されてもよい。
【０１７２】次に、図３２の場合は、一方で、図に向か
って、横方向に並置される第二スイッチング配線５２お
よびグランド配線５３が一組となり、複数の行をなす複
数の発光素子部５０に沿って配置されており、縦方向に
第一スイッチング配線５１および電流供給配線５４が一
組となり、複数の列をなす複数の発光素子部５０に沿っ
て配置されている。
【０１７３】ここでは、グランド配線５３が、横方向に
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配置されているが、縦方向に配置されてもよい。また、
電流供給配線５４は、縦方向に配置されているが、横方
向に配置されてもよい。
【０１７４】また、図３３の場合は、一方で図に向かっ
て横方向に、電流供給配線５４と、グランド配線および
第二スイッチング配線に共通となる共通配線５５とが配
置されており、他方で図に向かって、縦方向に第一スイ
ッチング配線５１が配置されている。
【０１７５】ここでは、電流供給配線５４は横方向に配
置されているが、縦方向に配置されてもよい。
【０１７６】［第１０の形態］次に、図３４から図３９
までを参照して、発光体７０、上記スイッチング素子と
なるスイッチング用トランジスタ７１、上記電流供給素
子となる電流供給用トランジスタ７２、および電圧保持
用キャパシタ７３それぞれと各配線との接続関係につい
て回路を例示して説明する。
【０１７７】まず、図３４は、本発明に適用できる、例
えば図３０（ａ）に示される発光素子部に対する回路概
略図である。
【０１７８】第一スイッチング配線５１と第二スイッチ
ング配線５２とは図示されるように縦横に配列されてい
る。スイッチング用トランジスタ７１では、ゲート７１
Ｇは第一スイッチング配線５１に、ソース７１Ｓは第二
スイッチング配線５２にそれぞれ接続されている。スイ
ッチング用トランジスタ７１のドレイン７１Ｄは電流供
給用トランジスタ７２のゲート７２Ｇと電圧保持用キャ
パシタ７３の一方の端子とに接続されている。電圧保持
用キャパシタ７３の他方の端子はグランド配線５３に接
続されている。電流供給用トランジスタ７２のソース７
２Ｓは電流供給配線５４に、また、ドレイン７２Ｄは発
光体７０の陽極に接続されている。発光体７０の陰極は
グランド配線５３に接続されている。
【０１７９】このような接続において、第一スイッチン
グ配線５１に電圧を印加すると、第一スイッチングトラ
ンジスタ７１のゲート７１Ｇに電圧が印加されることに
よりソース７１Ｓとドレイン７１Ｄとの間は導通状態と
なる。この状態で第二スイッチング配線５２に電圧を印
加すると、電流供給用トランジスタ７２のゲート７２Ｇ
に電圧が印加され、電圧保持用キャパシタ７３に電荷が
貯えられる。これにより、第一スイッチング配線５１ま
たは第二スイッチング配線５２に印加する電圧をオフに
しても、電流供給用トランジスタ７２のゲート７２Ｇに
は電圧保持用キャパシタ７３に貯えられた電荷が消滅す
るまで電圧が印加され続ける。このように、電流供給用
トランジスタ７２のゲート７２Ｇに電圧が印加されるこ
とによりソース７２Ｓとドレイン７２Ｄとの間が導通
し、電流供給配線５４から発光体７０を通過してグラン
ド配線５３に電流が流れ、発光体７０が発光する。
【０１８０】一方、第一スイッチング配線５１および第
二スイッチング配線５２の何れか一方に駆動電圧が印加
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されない場合、電流供給用トランジスタ７２のゲート部
に電圧は印加されないので、発光体７０に電流が流れる
ことはなく、発光は起こらない。
【０１８１】次に示される図３５は、上記図３４に示し
た構成において、図面の上下左右に図３４に示される発
光素子部が隣接したもののうち、配線のみを付加して示
したものである。すなわち、発光素子部の間には、第一
スイッチング配線５１とグランド配線５３との組、並び
に第二スイッチング配線５２と電流供給配線５４との組
それぞれが、横方向および縦方向それぞれに配線されて
いる。
【０１８２】次に示される図３６は、図３５に示した構
成において、第一スイッチング配線５１とグランド配線
５３とを共通にして一つの共通配線５５とした場合であ
る。
【０１８３】次に示される図３７では、上記図３４の構
成において電流供給用トランジスタ７２のドレイン７２
Ｄに接続される発光体７０が、電流供給用トランジスタ
７２のソース７２Ｓ側に接続されている。すなわち、電
流供給用トランジスタ７２のソース７２Ｓは発光体７０
の陰極に、またドレイン７２Ｄはグランド配線５３にそ
れぞれ接続されている。また、発光体７０の陽極は電流
供給源１９１に接続されている。
【０１８４】この構成においても、第一スイッチング配
線５１および第二スイッチング配線５２に同時に駆動電
圧を供給した際には、上述したように、電流印加用トラ
ンジスタ７２のゲート７２Ｇに安定した電位が加えられ
る。従って、電流供給配線５４から発光体７０、さらに
電流印加用トランジスタ７２のソース・ドレイン間を通
過してグランド配線５３に電流が流れる。これにより、
発光体７０を発光させることができる。
【０１８５】一方、第一スイッチング配線５１および第
二スイッチング配線５２のいずれか一方に駆動電圧が印
加されない場合は、電流印加用トランジスタ７２のゲー
トに電圧は印加されないので、発光体７０を電流が流れ
ることはなく、発光は起こらない。
【０１８６】次に示される図３８は、上記図３７に示し
た構成において、図面の上下左右に図３７に示される発
光素子部が隣接したもののうち、配線のみを付加して示
したものである。
【０１８７】次に示される図３９は、図３８に示した構
成において、第一スイッチング配線５１とグランド配線
５３とを共通にして一つの共通配線５５とした場合であ
る。
【０１８８】［第１１の形態］次に、図４０から図４２
までを参照して、本発明における、色発光に対する発光
体である発光素子８１～８３の配列、および基体１１と
の位置関係について例を挙げて説明する。
【０１８９】まず図４０は、発光素子８１～８３の配列
を表す側面概念図である。この構造では、第一色用発光
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素子８１、第二色用発光素子８２、および第三色用発光
素子８３が基体１１上に交互に配列している。第一色用
発光素子８１、第二色用発光素子８２、および第三色用
発光素子８３は、典型的には、それぞれが青色を主成分
とする発光素子、緑色を主成分とする発光素子、および
赤色を主成分とする発光素子から選択されている。
【０１９０】次に示される図４１が上記図４０と相違す
る点は、第一色用発光素子８１ａ、第二色用発光素子８
２ａ、および第三色用発光素子８３ａが、少なくともそ
の一部を基体１１ａに埋め込まれて交互に配列している
ことである。上述したと同様、第一色用発光素子８１
ａ、第二色用発光素子８２ａ、および第三色用発光素子
８３ａは、典型的には、それぞれが青色を主成分とする
発光素子、緑色を主成分とする発光素子、および赤色を
主成分とする発光素子から選択されている。
【０１９１】次に示される図４２では、上記図４０と、
基体１１上において、第一色用発光素子８１、第二色用
発光素子８２、および第三色用発光素子８３それぞれの
間に土手８４が形成されていることにおいて相違してい
る。その他は、図４０と同一である。
【０１９２】次に、図４３から図４５までを参照して各
発光素子部の層構成について例を挙げて説明する。
【０１９３】図４３に示される構成では、土手８４に仕
切られた各発光素子８１ｂ～８３ｂがそれぞれ次の層構
成を有し、これら三種類で形成される層構成それぞれに
対して複数に跨ってその上を、土手８４を含めて一面に
ホール注入層３３ｂが覆い、更にその上を透明電極層２
１ｂが覆っている。
【０１９４】発光素子８１ｂは、基体１１上に、下電極
層２２ｂ／第一色用電子輸送層３５１／第一色用発光層
３６１／ホール注入層３３ｂ／透明電極層２１ｂの順
で、五つの層による積層構造を有している。発光素子８
２ｂは、基体１１上に、下電極層２２ｂ／第一色用電子
輸送層３５２／第一色用発光層３６２／ホール注入層３
３ｂ／透明電極層２１ｂの順で、五つの層による積層構
造を有している。同様に、発光素子８３ｂは、基体１１
上に、下電極層２２ｂ／第一色用電子輸送層３５３／第
一色用発光層３６３／ホール注入層３３ｂ／透明電極層
２１ｂの順で、五の層による積層構造を有している。こ
こで、第一色、第二色、および第三色は、それぞれ、典
型的には青色を主成分とする光、緑色を主成分とする
光、および赤色を主成分とする光から選択される。以
下、同様である。
【０１９５】次の図４４に示される構成では、基体１１
上に発光素子部それぞれに対応して下電極層２２ｃのパ
ターンがあり、その上を覆って三つの色それぞれにおい
て電子輸送層３５１～３５３、発光層３６１～３６３、
およびホール注入層３３１～３３３が隣接しあって積層
されている。すなわち、各下電極層２２ｃそれぞれは電
子輸送層３５１～３５３により発光素子部毎に相互に隔
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離されている。また、これら積層の全体を透明電極層２
１ｃが覆っている。
【０１９６】従って、上述したと同様、発光素子８１ｃ
は、基体１１上に、下電極層２２ｃ／第一色用電子輸送
層３５１／第一色用発光層３６１／ホール注入層３３１
／透明電極層２１ｂの順で、五つの層による積層構造を
有している。発光素子８２ｃは、基体１１上に、下電極
層２２ｃ／第一色用電子輸送層３５２／第一色用発光層
３６２／ホール注入層３３２／透明電極層２１ｂの順
で、五つの層による積層構造を有している。同様に、発
光素子８３ｃは、基体１１上に、下電極層２２ｃ／第一
色用電子輸送層３５３／第一色用発光層３６３／ホール
注入層３３３／透明電極層２１ｂの順で、五つの層によ
る積層構造を有している。
【０１９７】次の図４５に示される構成では、上記図４
４と、ホール注入層３３ｄの部分のみで相違している。
すなわち、基体１１上に発光素子部それぞれに対応する
下電極層２２ｃの上を覆って三つの色それぞれにおいて
電子輸送層３５１～３５３および発光層３６１～３６３
が隣接しあって積層され、これら積層の全体を、ホール
注入層３３ｄおよび透明電極層２１ｃが覆っている。
【０１９８】従って、上述したと同様、発光素子８１ｄ
は、基体１１上に、下電極層２２ｃ／第一色用電子輸送
層３５１／第一色用発光層３６１／ホール注入層３３ｄ
／透明電極層２１ｃの順で、五つの層による積層構造を
有している。発光素子８２ｄは、基体１１上に、下電極
層２２ｃ／第一色用電子輸送層３５２／第一色用発光層
３６２／ホール注入層３３ｄ／透明電極層２１ｃの順
で、五つの層による積層構造を有している。同様に、発
光素子８３ｄは、基体１１上に、下電極層２２ｃ／第一
色用電子輸送層３５３／第一色用発光層３６３／ホール
注入層３３ｄ／透明電極層２１ｃの順で、五つの層によ
る積層構造を有している。
【０１９９】［第１２の形態］次いで、図４６および図
４７を参照して上述したとは別の発光体と基体との構造
における位置関係について例を挙げて説明する。
【０２００】ここでの発光体４１０は、下電極４２２／
電子輸送層４３５／発光層４３６／ホール注入層４３３
／透明電極層４２１の順で五つの層による積層構造を有
している。
【０２０１】図４６の構造では、発光体４１０が、基体
４１１ａの平面上に交互にお互いに隙間をもって、基体
４１１ａに下電極４２２を密着して配列されている。
【０２０２】図４７の構造では、基体４１１ｂが凹部を
有しており、その中に、発光体４１０が、基体４１１ａ
に下電極４２２を密着して形成されている。
【０２０３】［第１３の形態］次に、図４８および図４
９により例を挙げ、本発明を適用した発光素子部のより
具体的な構造について説明する。図面は、図３０におけ
る発光体１０とこの発光体１０への電流供給素子１１と
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の接続およびその位置関係を具体的な構造により示して
いる。
【０２０４】図面は、本発明における実施の形態を透視
側面により模式的に示す構成説明図である。従って、各
図面それぞれに示される各層およびそのパターンは、そ
の相互の位置関係のみを示すものであり、図面における
サイズの相互関係は参考として供するものである。ま
た、図面に説明された層構成の各要素と同一の目的およ
び材料を有するものにはその名称およびその番号符号を
同一にして、対応させている。更に、同一名称の構成要
素は、各図面に対して番号符号にサフィックス「ａ」を
付してその形状などの相違を表わしている。
【０２０５】まず、図４８に示される構造では、基体５
１１上にバリア層５４８が形成されている。その上には
薄膜半導体（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ  Ｆｉｌｍ  Ｔｒａｎｓ
ｉｓｔｏｒ、以後、ＴＦＴと呼ぶ）が形成されている。
従って、ＴＦＴのゲート部５２７、ソース部５２８、お
よびドレイン部５２９は、図のようにバリア層５４８の
上に形成されている。バリア層５４８とこの上に形成さ
れたＴＦＴのゲート部５２７、ソース部５２８、および
ドレイン部５２９との上の一面には、ゲート絶縁膜５４
５が形成されている。しかし、ゲート絶縁膜５４５のう
ち、ＴＦＴのソース部５２８およびドレイン部５２９の
上に位置する部分には穴が開けられている。
【０２０６】また、ゲート絶縁膜５４５の上で、かつＴ
ＦＴのゲート部５２７の上に位置する部分にはゲート電
極５２４が形成されている。すなわち、ゲート部５２７
とゲート電極５２４との間はゲート絶縁膜５４５により
絶縁されている。ゲート絶縁膜５４５とその上に形成さ
れたゲート電極５２４との上の一面には第一層間絶縁膜
５４６が形成されている。しかし、ゲート絶縁膜５４５
と同様、ソース部５２８およびドレイン部５２９の上に
位置する部分には、穴が空けられている。この穴の一方
の部分ではソース部５２８と接触するように、ソース電
極５２５が形成されている。他方の部分では、ドレイン
部５２９と接触するように、ドレイン電極５２６が形成
されている。
【０２０７】第一層間絶縁膜５４６の上には、ドレイン
電極５２６の上部を除き、更に第二層間絶縁膜５４７が
形成されている。ここでは図示されていないが、スイッ
チング素子がソース電極５２５と接続されている。第二
層間絶縁層５４７の上には、金属による下電極層５２２
のパターンが、上部面に露出するドレイン電極５２６に
接触するように形成されている。下電極層５２２の上面
を覆って、発光材料層５３０および透明電極層５２１が
順次形成されている。
【０２０８】発光材料層５３０としては、電子輸送層／
発光層／ホール注入層からなる３層膜、電子輸送層を兼
ねる発光層／ホール注入層からなる２層膜、または電子
輸送層とホール注入層とを兼ねる発光層からなる単層膜
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が用いられる。また、ここでは発光材料層５３０および
透明電極層５２１はパターン化された場合を示したが、
これらは複数の素子にまたがる大きなパターンであって
もよい。
【０２０９】次に示される図４９の構造では、上記図４
８と、下電極層５２２ａがドレイン電極５２６に接して
おらず、透明電極層５２１ａがドレイン電極５２６に接
している点が異なる。従って、下電極層５２２ａと透明
電極層５２１ａとの間に、発光材料層５３０ａが挿入さ
れた構造となっている。
【０２１０】［第１４の形態］次に、図５０を参照して
発光素子部および配線部を含む発光素子周辺部分の平面
構造について説明する。この接続関係は上記図３７に示
されるものであるとする。
【０２１１】図示される第一スイッチング配線５１はゲ
ート線であり、スイッチング用トランジスタ７１のゲー
ト部７１Ｇに接続されている。第二スイッチング配線５
２はデータ線であり、スイッチング用トランジスタ７１
のソース部７１Ｓに接続されている。スイッチング用ト*
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*ランジスタ７１のドレイン部７１Ｄは、電流供給用トラ
ンジスタ７２のゲート部７２Ｇに接続されていると同時
に、グランド配線５３との間に形成された電圧保持用キ
ャパシタ７３の一方の端子（図では下側）に接続されて
いる。電圧保持用キャパシタ７３の他方の端子（図では
上側）はグランド配線５３に接続されている．電流供給
用トランジスタ７２のソース部７２Ｓは下電極層２２に
接続されている。図の紙面上面における全面には、図示
を省略されているが、発光材料層（３０）およびその上
に透明電極層（２１）が形成されており、透明電極層
（２１）は、同様に図示を省略されている電流供給配線
（５４）に接続されている。電流供給用トランジスタ７
２のドレイン部７２Ｄはグランド配線５３に接続されて
いる。
【０２１２】［第１５の形態］次に、表１を参照して発
光素子を構成する各部材について説明する。
【０２１３】
【表１】

【０２１４】表示されるように、発光素子部材として、
基板にはガラス、樹脂、または石英が用いられる。透明
電極層には、ＩＯＴ（インジウムスズ酸化物）、または
インジウム酸化物とスズ酸化との混合物が用いられる。
金属電極層には銀マグネシウム、（ＭｇＡｇ）、アルミ
ニウム（Ａｌ）、またはアルミニウムリチウム（ＬｉＡ
ｌ）が用いられる。電子輸送層にはキノリノールアルミ

錯体（Ａｌｑ）、ＰＢＤ、ＴＡＺ、ＢＮＤ、オキサジア
ゾール誘導体（ＯＸＤ）、ＯＸＤ－７、またはポリフェ
ニレンビニレン（ＰＰＶ）が用いられる。
【０２１５】また、発光層には、キノリノールアルミ錯
体に赤色蛍光色素を添加した材料、キノリノールアルミ
錯体、ベリリウムベンゾキノリノール錯体、亜鉛のオキ
サゾール錯体、共役系高分子有機化合物の前駆体と少な
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くとも１種の蛍光物質を含む材料が用いられる。前駆体
としては、例えばポリビニレンフェニレンまたはその誘
導体が用いられる。また、蛍光色素としては、ローダミ
ンＢ、ジスチルビフェニル、テトラフェニルブタジェ
ン、キナクリドンおよびそれらの誘導体が用いられる。
【０２１６】また、ホール注入層には、トリフェニルジ
アミン誘導体（ＴＰＤ）、銅フタロシアニン等のポルフ
ィリン化合物、またはα－ＮＰＤが用いられる。陽極バ
ッファ層には、ＣｕＰｃ、ポリアニリン、またはポリチ
オフェンが用いられる。保護層には、Ａｌ酸化物、Ａｌ
窒化物、Ｓｉ酸化物、Ｓｉ窒化物またはこれらの混合物*
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*が用いられる。吸湿強化層には、Ｂａ酸化物が用いられ
る。スイッチング素子および電流供給素子にはそれぞれ
トランジスタが用いられる。更に、スイッチング配線、
電流供給配線、共通配線、およびグランド配線のそれぞ
れには、Ａｌ、Ｃｕ、Ｔａ、Ｒｕ、またはＷＳｉが用い
られる。
【０２１７】次に、表２を参照してスイッチング用トラ
ンジスタおよび電流印加用トランジスタを構成する各要
素について説明する。
【０２１８】
【表２】

【０２１９】表示されるように、トランジスタの構成要
素として、ソース電極、ドレイン電極、およびゲート電
極のそれぞれには、Ａｌ、Ｃｕ、Ｔａ、Ｒｕ、またはＷ
Ｓｉが用いられる。ゲート絶縁膜、第一層間絶縁膜、第
二層間絶縁膜、およびバリア層のそれぞれには、Ａｌ酸
化物、Ａｌ窒化物、Ｓｉ酸化物、Ｓｉ窒化物、またはこ
れらの混合物が用いられる。
【０２２０】次に、表３を参照して発光体の封止に用い
る要素について説明する。
【０２２１】
【表３】

【０２２２】表示されるように、発光体の封止に用いる
要素として、接着剤にはＵＶ硬化樹脂が用いられる。封
止部材には、金属、ガラス、または樹脂が用いられる。
また、封止ガスには、Ｎ

２
、Ｈ

２
、Ａｒなどの不活性ガ

スが用いられる。
【０２２３】［第１６の形態］次に、図５１から図５５
までを参照して発光素子部の代表的な製造方法につい
て、図４８に示される構造を例として挙げて説明する。
【０２２４】まず、図５１（ａ）に示されるように基体
５１１が準備される。基体５１１は典型的には無アルカ
リガラスである。次いで、図５１（ｂ）に示されるよう
に、この基体５１１の上にバリア層５４８がスパッタリ
ングまたはＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｖａｐｏｒ  Ｄ
ｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法により形成される。次いで、図
５１（ｃ）に示されるように、バリア層５４８の上の所
定位置部分に、スパッタリングまたはＣＶＤ法、典型的
には、摂氏５００度程度の温度を印加したＬＰ（Ｌｏｗ
  Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）ＣＶＤ法により、シリコン５００

を形成し、レーザ照射により多結晶化させる。
【０２２５】次いで、図５２（ａ）に示されるように、
ゲート絶縁膜５４５が、スパッタリングまたはＣＶＤ法
によりシリコン５００の上面およびバリア層５４８の露
出面部分に形成される。典型的にはリモートプラズマＣ
ＶＤ法により「ＳｉＯ

２
」が成膜される。

【０２２６】次いで、図５２（ｂ）に示されるように、
ゲート電極５２４がシリコン５００の上面中央部分でゲ
ート絶縁膜５４５の上面に形成される。ゲート電極５２
４のパターン形成は、最初に、例えばスパッタまたは蒸
着によりゲート電極膜、典型的には「ＷＳｉ」の膜を形
成した上、次いで、フォトレジストをスピンコートによ
り塗布し、光学マスクを用いた露光と現像によりフォト
レジストをパターン化する。次いで、ゲート電極５２４
のパターンは、その上からミリングによりフォトレジス
トパターンの無い部分のゲート電極膜が取り除かれ、最
後にフォトレジストを溶媒に溶解させる等の方法で取り
除くことにより、形成される。
【０２２７】次いで、図５２（ｃ）に示されるように、
シリコン５００の形成部以外をレジストで覆った後にボ
ロンやリンをイオンドーピングすることにより、ソース
部５２８およびドレイン部５２９が形成される。ソース
部５２８およびドレイン部５２９を活性化させるため
に、典型的には摂氏５５０度程度の温度で熱処理が施さ
れる。
【０２２８】次に、図５３（ａ）に示されるように、ス
パッタまたはＣＶＤの方法により第一層間絶縁膜５４６
が、典型的には「ＳｉＯ２」の膜により形成され、次い
で、ソース部５２８およびドレイン部５２９の上に形成
されているゲート絶縁膜５４５および第一層間絶縁膜５
４６の一部を取り除いて穴が形成される。この際も、上
述したゲート電極５２４のパターン化の際に用いた手法
が適用できる。
【０２２９】次に、図５３（ｂ）に示されるように、ソ
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ース電極５２５およびドレイン電極５２６が、典型的に
はアルミニウム（Ａｌ）によりパターン形成される。こ
の際も、上述したゲート電極５２４のパターン化に用い
た手法が適用できる。
【０２３０】次いで、図５４（ａ）に示されるように、
第二層間絶縁膜５４７が、典型的には「ＳｉＯ

２
」の膜

によりパターン形成される。この際、ドレイン電極５２
６の上部面で一部が露出する。この際も、上述したゲー
ト電極５２４のパターン化に用いられた手法を適用する
ことができる。
【０２３１】次いで、図５４（ｂ）に示されるように、
金属による下電極層５２２のパターンが露出されたドレ
イン電極５２６上から第二層間絶縁膜５４７の上部面ま
でを覆って形成される。この際も、上述したゲート電極
５２４のパターン化に用いられた手法を適用することが
できる。
【０２３２】次いで、図５５（ａ）に示されるように、
下電極層５２２のパターンの上面を覆って、発光材料層
５３０のパターンが形成される。この際には、メタルマ
スクを用いた蒸着法またはインクジェット噴出ヘッドを
用いた形成手法が用いられる。
【０２３３】次いで、図５５（ｂ）に示されるように、
発光材料層５３０のパターンの上面を覆って、透明電極
層５２１のパターンが形成される。透明電極層５２１
は、スパッタ、ＣＶＤ、またはスピンコートの手法によ
り成膜され、その後、上述したゲート電極５２４のパタ
ーン化に用いられた手法を適用してパターン化される。
【０２３４】
【実施例】次に、下記構成による発光素子を用いて発光
表示装置を試作し、下記条件を設定してデータを採取し
た結果について説明する。
【０２３５】試作した発光体の層構成は、上記図８
（ｄ）に示されたような、基体上に透明電極層、陽極バ
ッファ層、ホール注入層、電子輸送層を兼ねた発光層、
上電極層、および保護層が順次形成されている。また、
発光体の構成は図１８（ａ）～（ｃ）に示されるもので
ある。従って、発光体は、基体の下面方向に発光するも
ので、ガラス基板の基体を通して下面側から基体上に積
層される面に対して視覚方向を有している。
【０２３６】発光素子は、図２７に示されるような、基
板上で透明電極層を複数の発光体に共通に形成したもの
であり、図２９に示されるような封止が行なわれてい
る。また、発光素子は、図３０に示すようにスイッチン
グ素子と電流供給素子とを付加して、図３５による配線
により、図５０に示す構成を有している。
【０２３７】一つの単位素子の大きさは３０μｍ×１０
０μｍ、また、表示部の大きさは４０ｍｍ×４０ｍｍで
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ある。
【０２３８】これらの素子を試作する際に、基体には無
アルカリガラスが、金属電極層としては「ＡｌＬｉ」
が、ホール注入層としては「α－ＮＰＤ」が、また電子
輸送層と兼ねられた発光層としては「Ａｌｑ」が、それ
ぞれ用いられた。陽極バッファ層には、ポリアニリンが
用いられた。透明電極層にはインジウム酸化物とスズと
の混合物（Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
）が用いられた。

第一スイッチング配線、第二スイッチング配線、および
グランド配線には「Ａｌ」が用いられた。
【０２３９】インジウム酸化物とスズとの混合物は「Ｉ
ｎ
２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
」ターゲットを「Ａｒ＋Ｏ

２
」雰囲気中

で反応性スパッタを行なうことにより作成した。この際
に「Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ
３－ｙ
」における「ｙ」の値は

「Ａｒ」に対する「Ｏ
２
」の割合を変化させることによ

り変えた。「ｙ」の値は別途作成した「Ｉｎ
２－ｘｘ
Ｓ

ｎ
ｘｘ
Ｏ
３－ｙ
」膜をラザフォード・バックスキャッタ

リング（ＲＢＳ）法により分析することにより求めた。
ここで膜の構造式「Ｉｎ

２－ｘｘ
Ｓｎ

ｘｘ
Ｏ
３－ｙ
」中

の「ｘｘ」値は、この数値が未分析であり、上記ターゲ
ットの構造式「Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
」中の「ｘ」値との間

に差がある可能性があるための記号値である。
【０２４０】図１８（ｃ）の構成を用いた実施例におい
ては、吸湿強化層にバリウム酸化物が用いられている。
【０２４１】スイッチング素子および電流供給素子とし
て、トランジスタが用いられた。トランジスタの、ソー
ス電極およびドレイン電極にはアルミニウムが、ゲート
電極にはケイ化タングステンが、またゲート絶縁膜、第
一層間絶縁膜、第二層間絶縁膜、およびバリア層には、
ケイ素酸化物が用いられた。発光素子の周囲は窒素雰囲
気で置換した後にメタルキャップにより封止されてい
る。
【０２４２】これら二種類の発光表示装置の透明電極か
らなる陽極部に５ボルトの電位を印加し、さらにすべて
の第一スイッチング配線（ゲート線）および第二スイッ
チング配線（データ線）に５ボルトの電位を印加し、光
度計の測定により素子からの発光が半減するまでの時間
を室温において測定した。
【０２４３】次の表４は、「Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
」ターゲ

ットを用いた場合の「Ｉｎ
２－ｘｘ
Ｓｎ

ｘｘ
Ｏ
３－ｙ
」

膜における「ｙ」値と発光量半減時間（単位はｈｏｕ
ｒ）との関係である。図１８（ａ）の構造を用いた場合
（Ａ）と、図１８（ｃ）の構造を用いた場合（Ｃ）とに
対してデータが示されている。
【０２４４】
【表４】
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【０２４５】表４に示されるように、「Ｉｎ
２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
」ターゲットにおける「ｘ」値が「０．０５、０．
１、および０．２」のいずれの場合も「ｙ」値が「０．
０３」以下では、発光量半減時間は１００時間未満であ
った。「ｙ」値が「００６から０．２まで」の範囲で
は、半減時間は２２０時間以上であり「ｙ」値が「０．
３」のときは２１時間以下と極端に短くなった。
【０２４６】発光持続時間確保のためには「ｙ」値とし
ては「０．０６から０．２まで」の範囲が適当であるこ
とが分かる。したがって、「ｙ」値としての範囲は
「０．０６から０．２まで」に限定することとする。
【０２４７】酸素欠損がある程度ある「Ｉｎ

２－ｘｘ
Ｓ

ｎ
ｘｘ
Ｏ
３－ｙ
」膜の方が吸湿性に優れるために、発光

体周囲の水分を吸収し、発光寿命を向上させることがで
きている。
【０２４８】また、図１８（ｃ）の構成では、同じ
「ｙ」値（ｙ＝０．０６）を用いて作成した「Ｉｎ

２－ｘｘ
Ｓｎ

ｘｘ
Ｏ
３－ｙ
」膜を用いて作成した発光体

を比較しても、発光量半減時間は１．５倍以上長くなっ
ている。発光体周囲の水分を「Ｉｎ

２－ｘｘ
Ｓｎ

ｘｘ
Ｏ

３－ｙ
」膜が吸収し、吸湿強化層が更にその水分を吸い

取ることにより、発光体周囲の水分量を更に低減できる
ため、発光寿命が更に向上するからである。
【０２４９】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、少
なくとも、発光体の積層を形成する透明電極層の材質を
「Ｉｎ

２－ｘ
Ｓｎ

ｘ
Ｏ

３－ｙ
」とし「ｙ」値の範囲を

「０．０６から０．２まで」に限定することにより、実
用的な発光持続時間を確保できる、すなわち発光寿命の
向上を図ることができる発光体、発光素子、およびそれ
を用いた発光表示装置が得られる。
【０２５０】この構成によって、発光体および発光素子
として、封止を用いた場合には、より長期の発光持続時
間を確保することができ、また封止を用いないでも、実
用に耐える発光持続時間の確保が得られる有機ＥＬ素子
を提供し、かつそれを用いた発光表示装置を提供できる
という効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の発光体の層構成における実施の一形態
を示す部分断面概念図である。
【図２】図１とは異なる本発明の発光体の層構成におけ
る実施の一形態を示す断面概念図である。
【図３】図１および図２の何れとも異なる本発明の発光
体の層構成における実施の一形態を示す断面概念図であ
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る。
【図４】図１から図３までの何れとも異なる本発明の発
光体の層構成における実施の一形態を示す断面概念図で
ある。
【図５】図１から図４までの何れとも異なる本発明の発
光体の層構成における実施の一形態を示す断面概念図で
ある。
【図６】図１から図５までの何れとも異なる本発明の発
光体の層構成における実施の一形態を示す断面概念図で
ある。
【図７】図１から図６までの何れとも異なる本発明の発
光体の層構成における実施の一形態を示す断面概念図で
ある。
【図８】図１から図７までの何れとも異なる本発明の発
光体の層構成における実施の一形態を示す断面概念図で
ある。
【図９】本発明の発光体における実施の一形態である透
視側面（ａ），（ｃ）および平面（ｂ）を示す概念図で
ある。
【図１０】図９とは異なる本発明の発光体における実施
の一形態の透視側面（ａ），（ｃ）および平面（ｂ）を
示す概念図である。
【図１１】図９および図１０の何れとも異なる本発明の
発光体における実施の一形態の透視側面（ａ），（ｃ）
および平面（ｂ）を示す概念図である。
【図１２】図９から図１１までの何れとも異なる本発明
の発光体における実施の一形態の透視側面（ａ），
（ｃ）および平面（ｂ）を示す概念図である。
【図１３】図９から図１２までの何れとも異なる本発明
の発光体における実施の一形態の透視側面（ａ），
（ｃ）および平面（ｂ）を示す概念図である。
【図１４】図９から図１３までの何れとも異なる本発明
の発光体における実施の一形態の透視側面（ａ），
（ｃ）および平面（ｂ）を示す概念図である。
【図１５】本発明の発光素子群における実施の一形態の
透視側面（ａ）および平面（ｂ）を示す概念図である。
【図１６】図１５とは異なる本発明の発光素子群におけ
る実施の一形態の透視側面（ａ）および平面（ｂ）を示
す概念図である。
【図１７】図１５および図１６の何れとも異なる本発明
の発光素子群における実施の一形態の透視側面（ａ）お
よび平面（ｂ）を示す概念図である。
【図１８】図９から図１４までの何れとも異なる本発明
の発光体における実施の一形態の透視側面（ａ），
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（ｃ）および平面（ｂ）を示す概念図である。
【図１９】図９から図１４までおよび図１８の何れとも
異なる本発明の発光体における実施の一形態の透視側面
（ａ），（ｃ）および平面（ｂ）を示す概念図である。
【図２０】図９から図１４まで並びに図１８および図１
９の何れとも異なる本発明の発光体における実施の一形
態の透視側面（ａ），（ｃ）および平面（ｂ）を示す概
念図である。
【図２１】図９から図１４までおよび図１８から図２０
までの何れとも異なる本発明の発光体における実施の一
形態の透視側面（ａ），（ｃ）および平面（ｂ）を示す
概念図である。
【図２２】図９から図１４までおよび図１８から図２１
までの何れとも異なる本発明の発光体における実施の一
形態の透視側面（ａ），（ｃ）および平面（ｂ）を示す
概念図である。
【図２３】図９から図１４までおよび図１８から図２２
までの何れとも異なる本発明の発光体における実施の一
形態の透視側面（ａ），（ｃ）および平面（ｂ）を示す
概念図である。
【図２４】図９から図１４までおよび図１８から図２３
までの何れとも異なる本発明の発光体における実施の一
形態の透視側面（ａ），（ｃ）および平面（ｂ）を示す
概念図である。
【図２５】図９から図１４までおよび図１８から図２４
までの何れとも異なる本発明の発光体における実施の一
形態の透視側面（ａ），（ｃ）および平面（ｂ）を示す
概念図である。
【図２６】図１５から図１７までの何れとも異なる本発
明の発光素子群における実施の一形態の透視側面（ａ）
および平面（ｂ）を示す概念図である。
【図２７】図１５から図１７までおよび図２６の何れと
も異なる本発明の発光素子群における実施の一形態の透
視側面（ａ）および平面（ｂ）を示す概念図である。
【図２８】図１５から図１７まで並びに図２６および図
２７の何れとも異なる本発明の発光素子群における実施
の一形態の透視側面（ａ）および平面（ｂ）を示す概念
図である。
【図２９】図１５から図１７までおよび図２６から図２
８までの何れとも異なる本発明の発光素子群における実
施の一形態の透視側面（ａ）および平面（ｂ）を示す概
念図である。
【図３０】本発明の発光素子部および発光素子群におけ
る実施の一形態の透視側面（ａ）および平面（ｂ）を示
す概念図である。
【図３１】本発明の発光素子部および配線における位置
関係の実施の一形態を示す平面概念図である。
【図３２】図３１とは異なる本発明の発光素子部および
配線における位置関係の実施の一形態を示す平面概念図
である。
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【図３３】図３１および図３２の何れとも異なる本発明
の発光素子部および配線における位置関係の実施の一形
態を示す平面概念図である。
【図３４】本発明の発光素子部および配線における接続
関係の実施の一形態を示す回路図である。
【図３５】図３４とは異なる本発明の発光素子部および
配線における接続関係の実施の一形態を示す回路図であ
る。
【図３６】図３４および図３５の何れとも異なる本発明
の発光素子部および配線における接続関係の実施の一形
態を示す回路図である。
【図３７】図３４から図３６までの何れとも異なる本発
明の発光素子部および配線における接続関係の実施の一
形態を示す回路図である。
【図３８】図３４から図３７までの何れとも異なる本発
明の発光素子部および配線における接続関係の実施の一
形態を示す回路図である。
【図３９】図３４から図３８までの何れとも異なる本発
明の発光素子部および配線における接続関係の実施の一
形態を示す回路図である。
【図４０】本発明の発色に関する発光素子の配列におけ
る実施の一形態を示す側面概念図である。
【図４１】図４０とは異なる本発明の発色に関する発光
素子の配列における実施の一形態を示す側面概念図であ
る。
【図４２】図４０および図４１の何れとも異なる本発明
の発色に関する発光素子の配列における実施の一形態を
示す側面概念図である。
【図４３】本発明の発色に関する発光素子の配列と層構
成との実施の一形態を示す透視側面概念図である。
【図４４】図４３とは異なる本発明の発色に関する発光
素子の配列と層構成との実施の一形態を示す透視側面概
念図である。
【図４５】図４３および図４４の何れとも異なる本発明
の発色に関する発光素子の配列と層構成との実施の一形
態を示す透視側面概念図である。
【図４６】本発明の発光体と基体とにおける位置関係の
実施の一形態を示す透視側面概念図である。
【図４７】図４６とは異なる本発明の発光体と基体とに
おける位置関係の実施の一形態を示す透視側面概念図で
ある。
【図４８】本発明の発光体（発光素子）における構造の
実施の一形態を示す透視側面概念図である。
【図４９】図４８とは異なる本発明の発光体（発光素
子）における構造の実施の一形態を示す透視側面概念図
である。
【図５０】本発明の発光素子部とその配線との構造関係
を説明するための実施の一形態を示す透視平面概念図で
ある。
【図５１】本発明の発光素子部における製造手順の最初
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の段階における実施の一形態を示す透視側面概念図であ
る。
【図５２】図５１に続く、本発明の発光素子部における
製造手順の実施の一形態を示す透視側面概念図である。
【図５３】図５２に続く、本発明の発光素子部における
製造手順の実施の一形態を示す透視側面概念図である。
【図５４】図５３に続く、本発明の発光素子部における
製造手順の実施の一形態を示す透視側面概念図である。
【図５５】図５４に続く、本発明の発光素子部における
製造手順の実施の一形態を示す透視側面概念図である。
【符号の説明】
１０、７０、４１０    発光体
１１、４１１、５１１    基体
２１、４２１、５２１    透明電極層
２２、４２２、５２２    下電極層
２３    上電極層
３０、５３０    発光材料層
３１    発光層（ホール注入層と電子輸送層とを兼ね
た)
３２    発光層（電子輸送層を兼ねた)
３３、４３３    ホール注入層
３４    発光層（ホール注入層を兼ねた)
３５、４３５    電子輸送層
３６、４３６     (単独) 発光層
４１    陽極バッファ層
４２    保護層
４３    吸湿強化層
４４    絶縁層
５０    発光素子部
５１    第一スイッチング配線
５２    第二スイッチング配線
５３    グランド配線
５４    電流供給配線
５５    共通配線
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６０    封止部材
６１    接着剤
６２    封止ガス
７１    スイッチング用トランジスタ
７２    電流供給用トランジスタ
７３    電圧保持用キャパシタ
８１    第一色用発光素子
８２    第二色用発光素子
８３    第三色用発光素子
８４    土手
１１０    発光素子
１１１    電流供給素子
１１２    スイッチング素子
３３１    第一色用ホール注入層
３３２    第二色用ホール注入層
３３３    第三色用ホール注入層
３５１    第一色用電子輸送層
３５２    第二色用電子輸送層
３５３    第三色用電子輸送層
３６１    第一色用発光層
３６２    第二色用発光層
３６３    第三色用発光層
５００    シリコン
５２４    ゲート電極
５２５    ソース電極
５２６    ドレイン電極
５２７    ゲート部
５２８    ソース部
５２９    ドレイン部
５４５    ゲート絶縁膜
５４６    第一層間絶縁膜
５４７    第二層間絶縁膜
５４８    バリア層



(23) 特開２００２－２５２０８８

【図１】 【図２】

【図３】
【図４】

【図４０】

【図４１】



(24) 特開２００２－２５２０８８

【図５】 【図６】

【図７】
【図８】

【図４２】



(25) 特開２００２－２５２０８８

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(26) 特開２００２－２５２０８８

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１８】



(27) 特開２００２－２５２０８８

【図１６】 【図１７】

【図３０】 【図３１】



(28) 特開２００２－２５２０８８

【図１９】 【図２０】

【図３２】 【図３３】

【図４３】



(29) 特開２００２－２５２０８８

【図２１】 【図２２】

【図３４】 【図３５】

【図４４】
【図４５】



(30) 特開２００２－２５２０８８

【図２３】 【図２４】

【図３６】 【図３７】

【図４６】 【図４７】



(31) 特開２００２－２５２０８８

【図２５】 【図２６】

【図３８】 【図３９】

【図４８】



(32) 特開２００２－２５２０８８

【図２７】 【図２８】

【図４９】 【図５０】



(33) 特開２００２－２５２０８８

【図２９】 【図５１】

【図５２】

【図５３】



(34) 特開２００２－２５２０８８

【図５４】 【図５５】

  
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
(51)Int.Cl.7              識別記号                        ＦＩ                              テーマコート゛(参考）
   Ｈ０５Ｂ  33/14                                       Ｈ０５Ｂ  33/14                 Ｂ    
// Ｈ０１Ｂ   5/14                                       Ｈ０１Ｂ   5/14                 Ａ    
  
(72)発明者  坪井  眞三
            東京都港区芝五丁目７番１号  日本電気株
            式会社内
(72)発明者  藤枝  一郎
            東京都港区芝五丁目７番１号  日本電気株
            式会社内

Ｆターム(参考） 3K007 AB13 BA06 BB01 BB04 BB05
                      CA01 CB01 DA01 DB03 EB00
                5C094 AA31 AA38 BA03 BA12 BA27
                      CA19 CA24 DA13 DB01 DB04
                      EA04 EA05 EB02 FA01 FA02
                      FB12 JA01 
                5G307 FA01 FA02 FB01 FC09 



专利名称(译) 发光材料，发光元件部件和使用其的发光显示装置

公开(公告)号 JP2002252088A 公开(公告)日 2002-09-06

申请号 JP2001051410 申请日 2001-02-27

申请(专利权)人(译) NEC公司

[标]发明人 林一彦
福地隆
坪井眞三
藤枝一郎

发明人 林 一彦
福地 隆
坪井 眞三
藤枝 一郎

IPC分类号 H05B33/26 G09F9/30 G09G3/32 H01B5/14 H01L27/32 H01L51/50 H01L51/52 H05B33/04 H05B33/12 
H05B33/14

CPC分类号 G09G3/3233 G09G2300/0842 G09G2310/0262 H01L27/3244 H01L51/5206 H01L51/5209 H01L51
/5253

FI分类号 H05B33/26.Z G09F9/30.338 G09F9/30.365.Z H05B33/04 H05B33/12.B H05B33/14.B H01B5/14.A 
G09F9/30.365 H01L27/32

F-TERM分类号 3K007/AB13 3K007/BA06 3K007/BB01 3K007/BB04 3K007/BB05 3K007/CA01 3K007/CB01 3K007
/DA01 3K007/DB03 3K007/EB00 5C094/AA31 5C094/AA38 5C094/BA03 5C094/BA12 5C094/BA27 
5C094/CA19 5C094/CA24 5C094/DA13 5C094/DB01 5C094/DB04 5C094/EA04 5C094/EA05 5C094
/EB02 5C094/FA01 5C094/FA02 5C094/FB12 5C094/JA01 5G307/FA01 5G307/FA02 5G307/FB01 
5G307/FC09 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC06 3K107/CC21 3K107/CC23 3K107/CC43 3K107
/DD22 3K107/DD27 3K107/DD46X 3K107/DD46Y 3K107/DD71 3K107/DD74 3K107/EE03 3K107
/EE53

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：确保有机EL发光元件的实际发光持续时间，即，提高发光
寿命。 发光元件具有在基板511上依次形成下部电极层522，发光材料层
530和透明电极层521的结构，该透明电极层的结构式为“ In（2倍 Sn 
XO 3年 是主要成分是氧化铟和锡的混合物，其“ y”值为“ 0.06”以上且“ 
0.2”以下的材料。 这同样适用于在基底511上的透明电极层上依次形成发
光材料层和上电极层的结构。 此外，通过在透明电极层521附近形成吸
水材料，由电极和基板上的发光材料层形成的发光元件部为EL元件，有
机材料用作发光材料。 由材料制成的薄膜具有通过施加的电流而发光的
结构。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/f64f2a75-31a2-4260-98c5-c19813b2ec12
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018912198/publication/JP2002252088A?q=JP2002252088A

